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(57)【要約】        （修正有）
【課題】  携帯電話や携帯情報端末に搭載される液晶表
示装置において、従来の微反射型に比較して視差のない
明るい表示画像を実現する。
【解決手段】  透明電極の表面を還元した後、透明絶縁
層を形成することにより透明絶縁層の膜厚と膜質と均一
で無くなり光散乱性が得られ、微反射モードが実現す
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  一主面上に少なくとも絶縁ゲート型トラ
ンジスタと、前記絶縁ゲート型トランジスタのゲート電
極も兼ねる走査線とソース配線も兼ねる信号線と、ドレ
イン配線に接続された絵素電極とを有する単位絵素が二
次元のマトリクスに配列された第１の透明絶縁基板と、
第１の透明絶縁基板と対向する第２の透明絶縁基板また
はカラーフィルタとの間に液晶を充填してなる液晶表示
装置において、その表面を還元された透明導電性の絵素
電極上に透明絶縁層を有することを特徴とする液晶表示
装置。
【請求項２】  一主面上に少なくとも絶縁ゲート型トラ
ンジスタと、前記絶縁ゲート型トランジスタのゲート電
極も兼ねる走査線とソース配線も兼ねる信号線と、ドレ
イン配線に接続された絵素電極とを有する単位絵素が二
次元のマトリクスに配列された第１の透明絶縁基板と、
第１の透明絶縁基板と対向する第２の透明絶縁基板また
はカラーフィルタとの間に液晶を充填してなる液晶表示
装置において、
第１の透明絶縁基板上に１層以上の第１の金属層よりな
るゲート電極とその表面を還元された透明導電性の絵素
電極とが形成され、
前記ゲート電極上に１層以上のゲート絶縁層を介して不
純物を含まない第１の半導体層が形成され、
前記不純物を含まない半導体層上にゲート電極よりも幅
細く保護絶縁層とソース・ドレインとなる一対の不純物
を含む第２の半導体層とが形成され、
前記ソースを含んでソース配線と、ドレインとゲート絶
縁層に形成された開口部内の絵素電極とを含んで１層以
上の第２の金属層よりなるドレイン配線とがゲート絶縁
層上に形成され、
少なくとも画像表示部内の信号線上に絶縁層が形成され
ていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】  前記信号線が陽極酸化可能な金属よりな
り信号線上に陽極酸化層が形成されていることを特徴と
する請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】  前記信号線上に有機絶縁層が形成されて
いることを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項５】  前記信号線上に感光性耐熱樹脂層が形成
されていることを特徴とする請求項２に記載の液晶表示
装置。
【請求項６】  一主面上に少なくとも絶縁ゲート型トラ
ンジスタと、前記絶縁ゲート型トランジスタのゲート電
極も兼ねる走査線とソース配線も兼ねる信号線と、ドレ
イン配線に接続された絵素電極とを有する単位絵素が二
次元のマトリクスに配列された第１の透明絶縁基板と、
第１の透明絶縁基板と対向する第２の透明絶縁基板また
はカラーフィルタとの間に液晶を充填してなる液晶表示
装置において、
前記第１の透明絶縁基板上に１層以上の第１の金属層よ
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りなるゲート電極が形成され、
前記ゲート電極上に１層以上のゲート絶縁層を介して不
純物を含まない第１の半導体層が形成され、
前記不純物を含まない半導体層上にゲート電極よりも幅
細く保護絶縁層とソース・ドレインとなる一対の不純物
を含む第２の半導体層とが形成され、
前記ソース・ドレインを含んで形成された１層以上の第
２の金属層よりなるソース・ドレイン配線がゲート絶縁
層上に形成され、
前記ドレイン電極を含んでその表面を還元された透明導
電性の絵素電極がゲート絶縁層上に形成され、
前記絵素電極上に透明絶縁層が形成され、
少なくとも画像表示部内の信号線上に絶縁層が形成され
ていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項７】  前記信号線が陽極酸化可能な金属よりな
り信号線上に陽極酸化層が形成されていることを特徴と
する請求項６に記載の液晶表示装置。
【請求項８】  前記信号線上に有機絶縁層が形成されて
いることを特徴とする請求項６に記載の液晶表示装置。
【請求項９】  一主面上に少なくとも絶縁ゲート型トラ
ンジスタと、前記絶縁ゲート型トランジスタのゲート電
極も兼ねる走査線とソース配線も兼ねる信号線と、ドレ
イン配線に接続された絵素電極とを有する単位絵素が二
次元のマトリクスに配列された第１の透明絶縁基板と、
第１の透明絶縁基板と対向する第２の透明絶縁基板また
はカラーフィルタとの間に液晶を充填してなる液晶表示
装置において、
前記第１の透明絶縁基板上に１層以上の第１の金属層よ
りなるゲート電極とその表面を還元された透明導電性の
絵素電極とが形成され、
前記ゲート電極上に１層以上のゲート絶縁層を介してゲ
ート電極よりも幅細く不純物を含まない第１の半導体層
と第1の半導体層に接して一対の不純物を含む第2の半導
体とが形成され、
前記第2の半導体を含んで１層以上の第２の金属層より
なるソース配線とゲート絶縁層に形成された開口部内の
絵素電極を含んでドレイン配線とがゲート絶縁層上に形
成され、
前記第1の半導体層上に不純物を含まない酸化層と不純
物を含む酸化層とが形成され、
少なくとも画像表示部内の信号線上に絶縁層が形成され
ていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１０】  一主面上に少なくとも絶縁ゲート型ト
ランジスタと、前記絶縁ゲート型トランジスタのゲート
電極も兼ねる走査線とソース配線も兼ねる信号線と、ド
レイン配線に接続された絵素電極とを有する単位絵素が
二次元のマトリクスに配列された第１の透明絶縁基板
と、第１の透明絶縁基板と対向する第２の透明絶縁基板
またはカラーフィルタとの間に液晶を充填してなる液晶
表示装置において、
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前記第１の透明絶縁基板上に１層以上の第１の金属層よ
りなるゲート電極が形成され、
前記ゲート電極上に１層以上のゲート絶縁層を介してゲ
ート電極よりも幅細く不純物を含まない第１の半導体層
と第1の半導体層に接して一対の不純物を含む第2の半導
体とが形成され、
前記第2の半導体を含んで１層以上の第２の金属層より
なるソース・ドレイン配線がゲート絶縁層上に形成さ
れ、
前記ドレイン電極を含んでその表面を還元された透明導
電性の絵素電極がゲート絶縁層上に形成され、
前記絵素電極上に透明絶縁層が形成され
前記第1の半導体層上に不純物を含まない酸化層と不純
物を含む酸化層とが形成され、
少なくとも画像表示部内の信号線上に絶縁層が形成され
ていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１１】  一主面上に少なくとも絶縁ゲート型ト
ランジスタと、前記絶縁ゲート型トランジスタのゲート
電極も兼ねる走査線とソース配線も兼ねる信号線と、ド
レイン配線に接続された絵素電極とを有する単位絵素が
二次元のマトリクスに配列された第１の透明絶縁基板
と、第１の透明絶縁基板と対向する第２の透明絶縁基板
またはカラーフィルタとの間に液晶を充填してなる液晶
表示装置において、
少なくとも前記第１の透明絶縁基板の一主面上に１層以
上の第１の金属層よりなる走査線が形成され、
不純物を含まない非晶質シリコン層をチャネルとする絶
縁ゲート型トランジスタが形成され、
１層以上の第２の金属層よりなるソース・ドレイン配線
が形成され、
前記第１の透明絶縁基板上にパシベーション絶縁層が形
成され、
前記ドレイン配線上に形成された開口部を含んでその表
面を還元された透明導電性の絵素電極がパシベーション
絶縁層上に形成され、
前記絵素電極上に透明絶縁層が形成されていることを特
徴とする液晶表示装置。
【請求項１２】  一主面上に少なくとも絶縁ゲート型ト
ランジスタと、前記絶縁ゲート型トランジスタのゲート
電極も兼ねる走査線とソース配線も兼ねる信号線と、ド
レイン配線に接続された絵素電極とを有する単位絵素が
二次元のマトリクスに配列された第１の透明絶縁基板
と、第１の透明絶縁基板と対向する第２の透明絶縁基板
またはカラーフィルタとの間に液晶を充填してなる液晶
表示装置において、
少なくとも前記第１の透明絶縁基板の一主面上に島状の
非単結晶半導体層が形成され、
前記半導体層上にゲート絶縁層を介して１層以上の第１
の金属層よりなるゲート電極が形成され、
前記非単結晶半導体層をチャネルとする絶縁ゲート型ト
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ランジスタが形成され、
前記絶縁ゲート型トランジスタのソース・ドレイン上に
層間絶縁層を介して１層以上の第２の金属層よりなるソ
ース・ドレイン配線が形成され、
前記第１の透明絶縁基板上にパシベーション絶縁層が形
成され、
前記ドレイン配線上に形成された開口部を含んでその表
面を還元された透明導電性の絵素電極がパシベーション
絶縁層上に形成され、
前記絵素電極上に透明絶縁層が形成されていることを特
徴とする液晶表示装置。
【請求項１３】  一主面上に少なくとも耐熱性絶縁ゲー
ト型トランジスタと、前記絶縁ゲート型トランジスタの
ゲート電極も兼ねる走査線とソース配線も兼ねる信号線
と、ドレイン配線に接続された絵素電極とを有する単位
絵素が二次元のマトリクスに配列された第１の透明絶縁
基板と、前記第１の透明絶縁基板と対向する第２の透明
絶縁基板またはカラーフィルタとの間に液晶を充填して
なる液晶表示装置において、
前記第１の透明絶縁基板の一主面上に島状の非単結晶半
導体層と（ゲート絶縁層を介して）その表面を還元され
た透明導電性の絵素電極とが形成され、
前記半導体層上にゲート絶縁層を介して１層以上の第１
の金属層よりなるゲート電極が形成され、
前記ゲート電極下を除いて不純物が注入された半導体層
をソース・ドレインとし、
前記ソース・ドレイン上と絵素電極上とに開口部を有す
る層間絶縁層が形成され、
前記層間絶縁層上に１層以上の第２の金属層よりなりソ
ース上の開口部を含んでソース配線（信号線）とドレイ
ン上と絵素電極上の開口部を含んでドレイン配線とが形
成され、
少なくとも画像表示部内の信号線上に絶縁層が形成され
ていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１４】  前記信号線が陽極酸化可能な金属より
なり、信号線上に陽極酸化層が形成されていることを特
徴とする請求項１３に記載の液晶表示装置。
【請求項１５】  前記信号線上に有機絶縁層が形成され
ていることを特徴とする請求項１３に記載の液晶表示装
置。
【請求項１６】  前記信号線上に感光性耐熱樹脂層が形
成されていることを特徴とする請求項１３に記載の液晶
表示装置。
【請求項１７】  一主面上に少なくとも耐熱性絶縁ゲー
ト型トランジスタと、前記絶縁ゲート型トランジスタの
ゲート電極も兼ねる走査線とソース配線も兼ねる信号線
と、ドレイン配線に接続された絵素電極とを有する単位
絵素が二次元のマトリクスに配列された第１の透明絶縁
基板と、前記第１の透明絶縁基板と対向する第２の透明
絶縁基板またはカラーフィルタとの間に液晶を充填して
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なる液晶表示装置において、
前記第１の透明絶縁基板の一主面上に島状の非単結晶半
導体層が形成され、
前記半導体層上にゲート絶縁層を介して１層以上の第１
の金属層よりなるゲート電極が形成され、
前記ゲート電極下を除いて不純物が注入された半導体層
をソース・ドレインとし、
前記ソース・ドレイン上に開口部を有する層間絶縁層が
形成され、
層間絶縁層上に１層以上の第２の金属層よりなりソース
上の開口部を含んでソース配線（信号線）とドレイン上
の開口部を含んでドレイン配線とが形成され、
前記ドレイン配線を含んでその表面を還元された透明導
電性の絵素電極が層間絶縁層上に形成され、
前記絵素電極上に透明絶縁層が形成され、
少なくとも画像表示部内の信号線上に絶縁層が形成され
ていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１８】  前記信号線が陽極酸化可能な金属より
なり、信号線上に陽極酸化層が形成されていることを特
徴とする請求項１７に記載の液晶表示装置。
【請求項１９】  前記信号線上に有機絶縁層が形成され
ていることを特徴とする請求項１７に記載の液晶表示装
置。
【請求項２０】  透明絶縁基板の一主面上に透明導電性
の絵素電極と１層以上の第１の金属層よりなり絶縁ゲー
ト型トランジスタのゲート電極も兼ねる走査線とを形成
する工程と、還元性ガスを含む雰囲気下でゲート絶縁層
と不純物を含まない第１の非晶質シリコン層と保護絶縁
層とを順次被着する工程と、ゲート電極上の保護絶縁層
をゲート電極よりも幅細く残して第１の非晶質シリコン
層を露出する工程と、全面に不純物を含む第２の非晶質
シリコン層を被着する工程と、第２の非晶質シリコン層
を含んで保護絶縁層と一部重なるように１層以上の第２
の金属層よりなる信号線（ソース配線）とゲート絶縁層
に形成された開口部内の絵素電極を含んでドレイン配線
とを形成する工程と、ソース・ドレイン配線間の第２の
非晶質シリコン層を除去する工程と、少なくとも画像表
示部内の信号線上に絶縁層を形成する工程とを有する表
示装置用基板の製造方法。
【請求項２１】  前記信号線が陽極酸化可能な金属より
なり信号線上に陽極酸化層を形成する工程を有する請求
項２０に記載の表示装置用基板の製造方法。
【請求項２２】  前記信号線上に有機絶縁層を形成した
請求項２０に記載の表示装置用基板と、第２の透明絶縁
基板またはカラーフィルタとの間に液晶を充填して得ら
れる液晶表示装置において、第２の透明絶縁基板または
カラーフィルタをマスクとして画像表示部外の信号線上
の有機絶縁層を選択的に除去することを特徴とする液晶
表示装置の製造方法。
【請求項２３】  ソース・ドレイン配線の形成に用いた
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感光性耐熱樹脂層をそのまま残した請求項２０に記載の
表示装置用基板と、第２の透明絶縁基板またはカラーフ
ィルタとの間に液晶を充填して得られる液晶表示装置に
おいて、第２の透明絶縁基板またはカラーフィルタをマ
スクとして画像表示部外の信号線上の感光性耐熱樹脂層
を選択的に除去することを特徴とする液晶表示装置の製
造方法。
【請求項２４】  透明絶縁基板の一主面上に１層以上の
第１の金属層よりなり絶縁ゲート型トランジスタのゲー
ト電極も兼ねる走査線を形成する工程と、ゲート絶縁層
と不純物を含まない第１の非晶質シリコン層と保護絶縁
層とを順次被着する工程と、ゲート電極上の保護絶縁層
をゲート電極よりも幅細く残して第１の非晶質シリコン
層を露出する工程と、全面に不純物を含む第２の非晶質
シリコン層を被着する工程と、第２の非晶質シリコン層
を含んで絶縁基板上に保護絶縁層と一部重なるように１
層以上の第２の金属層よりなるソース（信号線）・ドレ
イン配線を形成する工程と、ソース・ドレイン配線間の
第２の非晶質シリコン層を除去する工程と、全面に透明
導電層と還元性ガスを含む雰囲気で透明絶縁層を形成す
る工程と、ドレイン配線を含んでその上に透明絶縁層を
有する透明導電性の絵素電極を形成する工程と、少なく
とも画像表示部内の信号線上に絶縁層を形成する工程と
を有する表示装置用基板の製造方法。
【請求項２５】  前記信号線が陽極酸化可能な金属より
なり信号線上に陽極酸化層を形成する工程を有する請求
項２４に記載の表示装置用基板の製造方法。
【請求項２６】  前記信号線上に有機絶縁層を形成した
請求項２４に記載の表示装置用基板と、第２の透明絶縁
基板またはカラーフィルタとの間に液晶を充填して得ら
れる液晶表示装置において、第２の透明絶縁基板または
カラーフィルタをマスクとして画像表示部外の信号線上
の有機絶縁層を選択的に除去することを特徴とする液晶
表示装置の製造方法。
【請求項２７】  透明絶縁基板の一主面上に透明導電性
の絵素電極と１層以上の第１の金属層よりなり絶縁ゲー
ト型トランジスタのゲート電極も兼ねる走査線とを形成
する工程と、還元性ガスを含む雰囲気下でゲート絶縁層
と不純物を含まない第１の非晶質シリコン層と不純物を
含む第２の非晶質シリコン層とを順次被着する工程と、
前記第１と第２の非晶質シリコン層とをゲート電極上に
島状に残してゲート絶縁層を露出する工程と、第２の非
晶質シリコン層を含んでゲート電極と一部重なるように
１層以上の陽極酸化可能な第２の金属層よりなる信号線
（ソース配線）とゲート絶縁層に形成された開口部内の
絵素電極を含んでドレイン配線とを形成する工程と、ソ
ース・ドレイン配線間の第２の非晶質シリコン層と第１
の非晶質シリコン層の一部と少なくとも画像表示部内の
信号線とを陽極酸化する工程とを有する表示装置用基板
の製造方法。
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【請求項２８】  透明絶縁基板の一主面上に１層以上の
第１の金属層よりなり絶縁ゲート型トランジスタのゲー
ト電極も兼ねる走査線とを形成する工程と、ゲート絶縁
層と不純物を含まない第１の非晶質シリコン層と不純物
を含む第２の非晶質シリコン層とを順次被着する工程
と、前記第１と第２の非晶質シリコン層とをゲート電極
上に島状に残してゲート絶縁層を露出する工程と、第２
の非晶質シリコン層を含んでゲート電極と一部重なるよ
うに１層以上の陽極酸化可能な第２の金属層よりなるソ
ース（信号線）・ドレイン配線を形成する工程と、全面
に透明導電層と還元性ガスを含む雰囲気で透明絶縁層を
形成する工程と、ドレイン配線を含んでその上に透明絶
縁層を有する透明導電性の絵素電極を形成する工程と、
ソース・ドレイン配線間の第２の非晶質シリコン層と第
１の非晶質シリコン層の一部と少なくとも画像表示部内
の信号線とを陽極酸化する工程とを有する表示装置用基
板の製造方法。
【請求項２９】  少なくとも透明絶縁基板の一主面上に
１層以上の第１の金属層よりなり絶縁ゲート型トランジ
スタのゲート電極も兼ねる走査線を形成する工程と、不
純物を含まない非晶質シリコン層をチャネルとする絶縁
ゲート型トランジスタを形成する工程と、１層以上の第
２の金属層よりなる絶縁ゲート型のソース（信号線）・
ドレイン配線を形成する工程と、前記ドレイン配線上に
開口部を有するパシベーション絶縁層を形成する工程
と、パシベーション絶縁層上に透明導電層と還元性ガス
を含む雰囲気で透明絶縁層とを形成する工程と、前記開
口部を含んでその上に透明絶縁層を有する透明導電性の
絵素電極を形成する工程とを有する表示装置用基板の製
造方法。
【請求項３０】  少なくとも透明絶縁基板の一主面上に
非晶質シリコン層を被着する工程と、前記非晶質シリコ
ン層中の含有水素を低減する工程と、レーザ照射して前
記非晶質シリコン層を多結晶化する工程と、前記多結晶
シリコン層を島状に形成する工程と、１層以上の第１の
金属層よりなり絶縁ゲート型トランジスタのゲート電極
も兼ねる走査線を形成する工程と、多結晶シリコン層を
チャネルとする絶縁ゲート型トランジスタを形成する工
程と、前記絶縁ゲート型トランジスタのソース・ドレイ
ン上に層間絶縁層を介して１層以上の第２の金属層より
なる絶縁ゲート型のソース（信号線）・ドレイン配線を
形成する工程と、前記ドレイン配線上に開口部を有する
パシベーション絶縁層を形成する工程と、パシベーショ
ン絶縁層上に透明導電層と還元性ガスを含む雰囲気で透
明絶縁層を形成する工程と、前記開口部を含んでその上
に透明絶縁層を有する透明導電性の絵素電極を形成する
工程とを有する表示装置用基板の製造方法。
【請求項３１】  少なくとも透明絶縁基板の一主面上に
非晶質シリコン層を被着する工程と、前記非晶質シリコ
ン層中の含有水素を低減する工程と、レーザ照射して前
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記非晶質シリコン層を多結晶化する工程と、前記多結晶
シリコン層を島状に形成する工程と、全面にゲート絶縁
層と１層以上の第１の金属層を被着後、ゲート電極も兼
ねる走査線に対応してゲート絶縁層と第１の金属層とを
選択的に残して多結晶シリコン層を露出する工程と、不
純物を照射（注入）してソース・ドレインを形成する工
程と、透明導電性の絵素電極を形成する工程と、全面に
還元性ガスを含む雰囲気で層間絶縁層を被着する工程
と、ソース・ドレイン上と絵素電極上とに開口部を形成
する工程と、層間絶縁層上にソース上の開口部を含んで
ソース配線とドレイン上と絵素電極上の開口部を含んで
ドレイン配線とを１層以上の第２の金属層で形成する工
程と、少なくとも画像表示部内の信号線上に絶縁層を形
成する工程とを有する表示装置用基板の製造方法。
【請求項３２】  前記信号線が陽極酸化可能な金属より
なり信号線上に陽極酸化層を形成する工程を有する請求
項３１に記載の表示装置用基板の製造方法。
【請求項３３】  前記信号線上に有機絶縁層を形成した
請求項３１に記載の表示装置用基板と、第２の透明絶縁
基板またはカラーフィルタとの間に液晶を充填して得ら
れる液晶表示装置において、第２の透明絶縁基板または
カラーフィルタをマスクとして画像表示部外の信号線上
の有機絶縁層を選択的に除去することを特徴とする液晶
表示装置の製造方法。
【請求項３４】  前記ソース・ドレイン配線の形成に用
いた感光性耐熱樹脂層をそのまま残した請求項３１に記
載の表示装置用基板と、第２の透明絶縁基板またはカラ
ーフィルタとの間に液晶を充填して得られる液晶表示装
置において、第２の透明絶縁基板またはカラーフィルタ
をマスクとして画像表示部外の信号線上の感光性耐熱樹
脂層を選択的に除去することを特徴とする液晶表示装置
の製造方法。
【請求項３５】  少なくとも透明絶縁基板の一主面上に
非晶質シリコン層を被着する工程と、前記非晶質シリコ
ン層中の含有水素を低減する工程と、レーザ照射して前
記非晶質シリコン層を多結晶化する工程と、前記多結晶
シリコン層を島状に形成する工程と、全面にゲート絶縁
層と１層以上の第１の金属層を被着後、ゲート電極も兼
ねる走査線に対応してゲート絶縁層と第１の金属層とを
選択的に残して多結晶シリコン層を露出する工程と、不
純物を照射（注入）してソース・ドレインを形成する工
程と、ソース・ドレイン上に開口部を有する層間絶縁層
を形成する工程と、層間絶縁層上にソース・ドレイン上
の開口部を含んでソース（信号線）・ドレイン配線を１
層以上の第２の金属層で形成する工程と、全面に透明導
電層と還元性ガスを含む雰囲気で透明絶縁層を形成する
工程と、ドレイン配線を含んでその上に透明絶縁層を有
する透明導電性の絵素電極を形成する工程と、少なくと
も画像表示部内の信号線上に絶縁層を形成する工程とを
有する表示装置用基板の製造方法。
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【請求項３６】  前記信号線が陽極酸化可能な金属より
なり信号線上に陽極酸化層を形成する工程を有する請求
項３５に記載の表示装置用基板の製造方法。
【請求項３７】  前記信号線上に有機絶縁層を形成した
請求項３５に記載の表示装置用基板と、第２の透明絶縁
基板またはカラーフィルタとの間に液晶を充填して得ら
れる液晶表示装置において、第２の透明絶縁基板または
カラーフィルタをマスクとして画像表示部外の信号線上
の有機絶縁層を選択的に除去することを特徴とする液晶
表示装置の製造方法。
【請求項３８】  請求項１から請求項１９に記載の液晶
表示装置を搭載した携帯電話と携帯情報端末装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
［発明の詳細な説明］本発明は、画像表示機能を有する
マトリクス型表示装置、とりわけ液晶表示装置およびそ
の製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】近年の微細加工技術、液晶材料技術およ
び高密度実装技術等の進歩により  ５～５０ｃｍ対角の
液晶表示装置（液晶パネル）でテレビジョン画像や各種
の画像表示機器が商用ベースで大量に提供されている。
【０００３】これらの液晶パネルは走査線としては２０
０～１２００本、信号線としては２００～１６００本程
度のマトリクス編成が一般的であるが、最近は表示容量
の増大に対応すべく大画面化と高精細化とが同時に進行
している。
【０００４】図２９は液晶パネルへの実装状態を示し、
液晶パネル１を構成する一方の透明性絶縁基板、例えば
ガラス基板２上に形成された走査線の電極端子群６に駆
動信号を供給する半導体集積回路チップ３を導電性の接
着剤を用いて接続するＣＯＧ（Ｃｈｉｐ－Ｏｎ－Ｇｌａ
ｓｓ）方式や、例えばポリイミド系樹脂薄膜をベースと
し、金または半田鍍金された銅箔の端子（図示せず）を
有するＴＣＰフィルム４を信号線の電極端子群５に導電
性媒体を含む適当な接着剤で圧接して固定するＴＣＰ
（Ｔａｐｅ－Ｃａｒｒｉｅｒ－Ｐａｃｋａｇｅ）方式な
どの実装手段によって電気信号が画像表示部に供給され
る。ここでは便宜上二つの実装方式を同時に図示してい
るが実際には何れかの方式が適宜選択される。
【０００５】７，８は液晶パネル１のほぼ中央部に位置
する画像表示部と信号線および走査線の電極端子５，６
との間を接続する配線路で、必ずしも電極端子群５，６
と同一の導電材で構成される必要はない。９は全ての液
晶セルに共通する透明導電性の対向電極を対向面上に有
するもう１枚の透明性絶縁基板である対向ガラス基板ま
たはカラーフィルタである。
【０００６】図３０はスイッチング素子として絶縁ゲー
ト型トランジスタ１０を絵素毎に配置したアクティブ型
液晶パネルの等価回路図を示し、１１（図２９では８）
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は走査線、１２（図２９では７）は信号線、１３は液晶
セルであって、液晶セル１３は電気的には容量素子とし
て扱われる。実線で描かれた素子類は液晶パネルを構成
する一方のガラス基板２上に形成され、点線で描かれた
全ての液晶セル１３に共通な対向電極１４はもう一方の
ガラス基板９上に形成されている。絶縁ゲート型トラン
ジスタ１０のＯＦＦ抵抗あるいは液晶セル１３の抵抗が
低い場合や表示画像の階調性を重視する場合には、負荷
としての液晶セル１３の時定数を大きくするための補助
の蓄積容量１５を液晶セル１３に並列に加える等の回路
的工夫が加味される。なお１６は蓄積容量１５の共通母
線である蓄積容量線である。
【０００７】図３１は液晶パネルの画像表示部の要部断
面図を示し、液晶パネル１を構成する２枚のガラス基板
２，９は樹脂性のファイバやビーズあるいは柱状のスペ
ーサ材（図示せず）等によって数μｍ程度の所定の距離
を隔てて形成され、その間隙（ギャップ）はガラス基板
９の周縁部において有機性樹脂よりなるシール材と封口
材（何れも図示せず）とで封止された閉空間になってお
り、この閉空間に液晶１７が充填されている。
【０００８】カラー表示を実現する場合には、ガラス基
板９の閉空間側に着色層１８と称する染料または顔料の
いずれか一方もしくは両方を含む厚さ１～２μｍ程度の
有機薄膜層が被着されて色表示機能が与えられるので、
その場合にはガラス基板９は別名カラーフィルタ（Ｃｏ
ｌｏｒ  Ｆｉｌｔｅｒ  略語はＣＦ）と呼称される。そ
して液晶材料１７の性質によってはカラーフィルタ９の
上面またはガラス基板２の下面の何れかもしくは両面上
に偏光板１９が貼付され、液晶パネル１は電気光学素子
として機能する。現在、市販されている大部分の液晶パ
ネルでは液晶材料にＴＮ（ツイスト・ネマチック）系の
物を用いており、偏光板１９は通常２枚必要である。図
示はしないが、透過型液晶パネルでは光源として裏面光
源が配置され、下方より白色光が照射される。
【０００９】液晶１７に接して２枚のガラス基板２，９
上に形成された例えば厚さ０．１μm程度のポリイミド
系樹脂薄膜２０は液晶分子を決められた方向に配向させ
るための配向膜である。２１は絶縁ゲート型トランジス
タ１０のドレインと透明導電性の絵素電極２２とを接続
するドレイン配線（電極）であり、ソース配線（信号
線）１２と同時に形成されることが多い。ソース配線１
２とドレイン配線２１との間に位置するのは半導体層２
３であり詳細は後述する。カラーフィルタ９上で隣り合
った着色層１８の境界に形成された厚さ０．１μm程度
のＣｒ薄膜層２４は半導体層２３と走査線１１及び信号
線１２に外部光が入射するのを防止するための光遮蔽
で、いわゆるブラックマトリクス（Ｂｌａｃｋ  Ｍａｔ
ｒｉｘ  略語はＢＭ）として定着化した技術である。
【００１０】ガラス基板サイズの拡大による生産性の向
上も相俟って生産コストが低下し、また生産量の増大に



(7) 特開２００３－１４９６６１

10

20

30

40

50

11
つれて使用する部品・材料も価格低下する相乗的な作用
が働き、液晶パネルの市場は拡大の一途をたどってい
る。現時点における最大の市場はノートＰＣとデスクト
ップモニターであるが、携帯電話の急速な成長により、
同時に成長が見込まれる情携帯端末機器の表示部にも中
小型の液晶パネルが必要であり、携帯電話やこれらの情
報端末機器、更にはデジタル家電機器と従来のカーナビ
用途以外にも中小型の市場も大きな成長が見込まれてい
る。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】中でも携帯電話は、多
様な情報サービスの提供によりここ数年で爆発的に生産
量が拡大し、液晶パネル市場の大きな核となってきた。
携帯電話は市場に提供された当初から、小型・軽量・薄
型及び低消費電力の要望が大きく、最新の様々な技術開
発が盛込まれては新製品として次々に登場しているのが
実態である。
【００１２】携帯電話は照度数万ルックスの明るい屋外
から照度数ルックスの暗い夜道に至るまで使用環境が極
めて広く、透過型または反射型の単一機能しか有しない
液晶パネルでは対応しきれないことから最近では半透過
型の液晶パネルが主流になりつつある。これは絵素電極
の大半を金属反射電極とし一部を透過電極とすることに
より屋外では反射型として動作させ、暗い環境下では透
過型として動作させる液晶パネルである。
【００１３】しかしながら、半透過型の液晶パネルにお
いては反射型の機能を高めるほど液晶パネルの透過率が
低くなるので、透過型で動作させる場合に表示画像が暗
くなったり内蔵電池の寿命が短くなるのは避けられな
い。また反射型の機能を付与するために製造工程が長く
なるのでコスト的にも不利である。
【００１４】太陽光直下のような明るい環境下では十分
な光量があるので、わずかでも反射光を表示できれば良
いと言う考えに基づいて提案された液晶パネルが図３２
に示した通称、微反射パネルである。
【００１５】この液晶パネルは液晶パネル１を通過した
外部入射光２５がさらに裏面光源である導光板２６を通
過し、導光板２６の裏面に配置された反射板２７で反射
され、逆の経路を経て表示光２８として観察者に表示さ
れることで反射型の液晶パネルとして動作している。
【００１６】携帯電話の裏面光源は薄型化の観点から、
通常、導光板２６の端部に細白色ＬＥＤを数個配置し、
導光板２６中を横向きに進行しながら導光板２６の裏面
と導光板２６中に形成された散乱機構により液晶パネル
に白色光を供給するものが大半である。したがって導光
板２６は透明度の高い乳白色の樹脂で構成されるので、
導光板２６を通過する際の光量の損失が少なく、上記し
たような反射型として動作させることが可能である。
【００１７】しかしながら、この微反射型の液晶パネル
には、以下のような大きな課題が存在する。
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【００１８】つまり、旧来反射型液晶と呼ばれていたも
のでは図３２に示す如く、反射光２９は液晶１７直下の
画素電極２２により反射され、図で示す点線の様に反射
される。これに対し、携帯電話用微反射の液晶パネルに
おいては、反射板２７の上方にアクティブ基板２と導光
板２６が介在するので、反射光２８は、図示する様にガ
ラス基板２や導光板２６などを経由して届くことになる
ので、光路長がながくなるので、視認できるほどの視差
が発生し、表示画像にぼけやにじみが生ずることにな
り、表示画質の劣化がみとめられる。
【００１９】本発明はかかる現状に鑑みなされたもの
で、視差の小さい鮮明な画像を表示できる微反射型の液
晶表示装置を得ることを目的とする。
【００２０】
【課題を解決するための手段】本発明では透明導電性の
絵素電極から反射光が得られるよう、絵素電極と絵素電
極上に形成された透明絶縁層とで光散乱機構を形成して
いる。
【００２１】請求項１に記載の液晶表示装置は、一主面
上に少なくとも絶縁ゲート型トランジスタと、前記絶縁
ゲート型トランジスタのゲート電極も兼ねる走査線とソ
ース配線も兼ねる信号線と、ドレイン配線に接続された
絵素電極とを有する単位絵素が二次元のマトリクスに配
列された第１の透明絶縁基板と、第１の透明絶縁基板と
対向する第２の透明絶縁基板またはカラーフィルタとの
間に液晶を充填してなる液晶表示装置において、その表
面を還元された透明導電性の絵素電極上に透明絶縁層を
有することを特徴とする。
【００２２】この構成により、透明導電性の絵素電極上
に形成された透明絶縁層の膜厚や膜質が均一でなくな
り、透明導電性の絵素電極に光散乱機能が付与されて反
射電極の機能を付与することが可能となる。
【００２３】請求項２に記載の液晶表示装置において
は、第１の透明絶縁基板上にその表面を還元された透明
導電性の絵素電極とゲート絶縁層が形成され、さらにエ
ッチストップ型の絶縁ゲート型トランジスタが形成さ
れ、少なくとも画像表示部内の信号線上に絶縁層が形成
されていることを特徴とする。
【００２４】請求項６に記載の液晶表示装置において
は、第１の透明絶縁基板上にエッチストップ型の絶縁ゲ
ート型トランジスタが形成され、ゲート絶縁層上にその
表面を還元された透明導電性の絵素電極が形成され、さ
らに前記絵素電極上に透明絶縁層が形成され、少なくと
も画像表示部内の信号線上に絶縁層が形成されているこ
とを特徴とする。
【００２５】これらの構成により、エッチストップ型の
絶縁ゲート型トランジスタをスイッチング素子とするア
クティブ基板において、その表面を還元された透明導電
性の絵素電極上に透明絶縁層を有する光散乱機能が付与
されると共にパシベーション絶縁層を不要とすることが
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でき、反射板の不要な微反射パネルを得ることが可能と
なる。
【００２６】請求項９に記載の液晶表示装置において
は、第１の透明絶縁基板上にその表面を還元された透明
導電性の絵素電極とゲート絶縁層が形成され、チャネル
エッチ型の絶縁ゲート型トランジスタが形成され、さら
にチャネル上に酸化層と少なくとも画像表示部内の信号
線上に絶縁層が形成されていることを特徴とする。
【００２７】請求項１０に記載の液晶表示装置において
は、第１の透明絶縁基板上にチャネルエッチ型の絶縁ゲ
ート型トランジスタが形成され、ゲート絶縁層上にその
表面を還元された透明導電性の絵素電極が形成され、前
記絵素電極上に透明絶縁層が形成され、さらにチャネル
上に酸化層と少なくとも画像表示部内の信号線上に絶縁
層が形成されていることを特徴とする。
【００２８】これらの構成により、チャネルエッチ型の
絶縁ゲート型トランジスタをスイッチング素子とするア
クティブ基板において、その表面を還元された透明導電
性の絵素電極上に透明絶縁層を有する光散乱機能が付与
されると共にパシベーション絶縁層を不要とすることが
でき、反射板の不要な微反射パネルを得ることが可能と
なる。
【００２９】請求項１１に記載の液晶表示装置において
は、第１の透明絶縁基板上に不純物を含まない非晶質シ
リコン層をチャネルとする絶縁ゲート型トランジスタが
形成され、さらにドレイン配線上に開口部を有するパシ
ベーション絶縁層が形成され、前記開口部を含んでその
表面を還元された透明導電性の絵素電極がパシベーショ
ン絶縁層上に形成され、前記絵素電極上に透明絶縁層が
形成されていることを特徴とする。
【００３０】この構成により、非晶質シリコン層をチャ
ネルとする絶縁ゲート型トランジスタをスイッチング素
子としパシベーション絶縁層を有するアクティブ基板に
おいて、その表面を還元された透明導電性の絵素電極上
に透明絶縁層を有する光散乱機能が付与され、反射板の
不要な微反射パネルを得ることが可能となる。
【００３１】請求項１２に記載の液晶表示装置において
は、第１の透明絶縁基板上に非単結晶半導体層をチャネ
ルとする絶縁ゲート型トランジスタが形成され、さらに
ドレイン配線上に開口部を有するパシベーション絶縁層
が形成され、前記開口部を含んでその表面を還元された
透明導電性の絵素電極がパシベーション絶縁層上に形成
され、前記絵素電極上に透明絶縁層が形成されているこ
とを特徴とする。
【００３２】この構成により、非単結晶半導体層をチャ
ネルとする絶縁ゲート型トランジスタをスイッチング素
子としパシベーション絶縁層を有するアクティブ基板に
おいて、その表面を還元された透明導電性の絵素電極上
に透明絶縁層を有する光散乱機能が付与され、反射板の
不要な微反射パネルを得ることが可能となる。
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【００３３】請求項１３に記載の液晶表示装置において
は、第１の透明絶縁基板上にその表面を還元された透明
導電性の絵素電極と層間絶縁層が形成され、非単結晶半
導体層をチャネルとする絶縁ゲート型トランジスタが形
成され、少なくとも画像表示部内の信号線上に絶縁層が
形成されていることを特徴とする。
【００３４】この構成により、非単結晶半導体層をチャ
ネルとする絶縁ゲート型トランジスタをスイッチング素
子とするアクティブ基板において、その表面を還元され
た透明導電性の絵素電極上に透明絶縁層（層間絶縁層）
を有する光散乱機能が付与されると共にパシベーション
絶縁層が不要な微反射パネルを得ることが可能となる。
【００３５】請求項１７に記載の液晶表示装置において
は、第１の透明絶縁基板上に非単結晶半導体層をチャネ
ルとし層間絶縁層を有する絶縁ゲート型トランジスタが
形成され、層間絶縁層上にドレイン電極を含んでその表
面を還元された透明導電性の絵素電極が形成され、さら
に絵素電極上に透明絶縁層が形成され、少なくとも画像
表示部内の信号線上に絶縁層が形成されていることを特
徴とする。
【００３６】この構成により、非単結晶半導体層をチャ
ネルとする絶縁ゲート型トランジスタをスイッチング素
子とするアクティブ基板において、その表面を還元され
た透明導電性の絵素電極上に透明絶縁層を有する光散乱
機能が付与されると共にパシベーション絶縁層が不要な
微反射パネルを得ることが可能となる。
【００３７】請求項３，７，１４及び１８に記載の液晶
表示装置においては、少なくとも画像表示部内の信号線
が陽極酸化可能な金属よりなり、信号線上に陽極酸化層
が形成されていることを特徴とする。
【００３８】請求項４，８，１５及び１９に記載の液晶
表示装置においては、少なくとも画像表示部内の信号線
上に有機絶縁層が形成されていることを特徴とする。
【００３９】請求項５及び１６に記載の液晶表示装置に
おいては、少なくとも画像表示部内の信号線上に感光性
耐熱樹脂層が形成されていることを特徴とする。
【００４０】これらの構成により、パシベーション絶縁
層を用いてアクティブ基板をパシベーション（絶縁化、
不活性化）する必要がなくなり、製造工程の削減が可能
となる。
【００４１】請求項２０に記載の表示装置用基板の製造
方法は、透明絶縁基板の一主面上に透明導電性の絵素電
極とゲート電極も兼ねる走査線とを形成する工程と、還
元性ガスを含む雰囲気下でゲート絶縁層と不純物を含ま
ない第１の非晶質シリコン層と保護絶縁層とを順次被着
する工程と、チャネルを保護する保護絶縁層を形成する
工程と、ソース・ドレインを形成して信号線（ソース配
線）とゲート絶縁層に形成された開口部内の絵素電極を
含んでドレイン配線とを形成する工程と、少なくとも画
像表示部内の信号線上に絶縁層を形成する工程とを有す
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ることを特徴とする。
【００４２】請求項２４に記載の表示装置用基板の製造
方法は、透明絶縁基板の一主面上にゲート電極も兼ねる
走査線を形成する工程と、ゲート絶縁層と不純物を含ま
ない第１の非晶質シリコン層と保護絶縁層とを順次被着
する工程と、チャネルを保護する保護絶縁層を形成する
工程と、ソース・ドレインを形成してソース（信号線）
・ドレイン配線を形成する工程と、全面に透明導電層と
還元性ガスを含む雰囲気で透明絶縁層を形成する工程
と、ドレイン配線を含んでその上に透明絶縁層を有する
透明導電性の絵素電極を形成する工程と、少なくとも画
像表示部内の信号線上に絶縁層を形成する工程とを有す
ることを特徴とする。
【００４３】これらの構成により、還元性ガスを含む雰
囲気下で絶縁層を形成するので金属酸化物よりなる透明
導電性の絵素電極または透明導電層はその表面が還元さ
れ、遊離金属原子が核となり成長する絶縁層の膜厚や膜
質が一様とはならず微小な凹凸やレンズを構成すること
になり、その表面に絶縁層を有する絵素電極に光散乱機
能や光屈折機能が付与されるので微反射パネルが得られ
る。また絶縁ゲート型トランジスタはエッチストップ型
なのでチャネル保護層は形成当初から付与されており、
少なくとも画像表示装置内の信号線上に絶縁層が形成さ
れているのでパシベーション絶縁層は不要とすることが
できる。
【００４４】請求項２７に記載の表示装置用基板の製造
方法は、透明絶縁基板の一主面上に透明導電性の絵素電
極とゲート電極も兼ねる走査線とを形成する工程と、還
元性ガスを含む雰囲気下でゲート絶縁層と不純物を含ま
ない第１の非晶質シリコン層と不純物を含む第２の非晶
質シリコン層とを順次被着する工程と、第１と第２の非
晶質シリコン層とを島状に残してゲート絶縁層を露出す
る工程と、１層以上の第２の金属層よりなる信号線（ソ
ース配線）とゲート絶縁層に形成された開口部内の絵素
電極を含んでドレイン配線とを形成する工程と、ソース
・ドレイン配線間の第２の非晶質シリコン層と第１の非
晶質シリコン層の一部と少なくとも画像表示部内の信号
線とを陽極酸化する工程とを有することを特徴とする。
【００４５】請求項２８に記載の表示装置用基板の製造
方法は、透明絶縁基板の一主面上にゲート電極も兼ねる
走査線とを形成する工程と、ゲート絶縁層と不純物を含
まない第１の非晶質シリコン層と不純物を含む第２の非
晶質シリコン層とを順次被着する工程と、第１と第２の
非晶質シリコン層とを島状に残してゲート絶縁層を露出
する工程と、１層以上の第２の金属層よりなるソース
（信号線）・ドレイン配線を形成する工程と、全面に透
明導電層と還元性ガスを含む雰囲気で透明絶縁層を形成
する工程と、ドレイン配線を含んでその上に透明絶縁層
を有する透明導電性の絵素電極を形成する工程と、ソー
ス・ドレイン配線間の第２の非晶質シリコン層と第１の
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非晶質シリコン層の一部と少なくとも画像表示部内の信
号線とを陽極酸化する工程とを有することを特徴とす
る。
【００４６】これらの構成により、還元性ガスを含む雰
囲気下で絶縁層を形成するので金属酸化物よりなる透明
導電性の絵素電極または透明導電層はその表面が還元さ
れ、遊離金属原子が核となり成長する絶縁層の膜厚や膜
質が一様とはならず微小な凹凸やレンズを構成すること
になり、その表面に絶縁層を有する絵素電極に光散乱機
能や光屈折機能が付与されるので微反射パネルが得られ
る。また絶縁ゲート型トランジスタはチャネルエッチ型
に類似しているが、陽極酸化によりチャネル表面に不純
物を含む酸化シリコン層が形成されると同時に少なくと
も画像表示装置内の信号線上にも陽極酸化層（絶縁層）
が形成されているのでパシベーション絶縁層は不要とす
ることができる。
【００４７】請求項２９に記載の表示装置用基板の製造
方法は、透明絶縁基板の一主面上にゲート電極も兼ねる
走査線を形成する工程と、不純物を含まない非晶質シリ
コン層をチャネルとする絶縁ゲート型トランジスタを形
成する工程と、１層以上の第２の金属層よりなるソース
（信号線）・ドレイン配線を形成する工程と、ドレイン
配線上に開口部を有するパシベーション絶縁層を形成す
る工程と、パシベーション絶縁層上に透明導電層と還元
性ガスを含む雰囲気で透明絶縁層とを形成する工程と、
前記開口部を含んでその上に透明絶縁層を有する透明導
電性の絵素電極を形成する工程とを有することを特徴と
する。
【００４８】この構成により、還元性ガスを含む雰囲気
下で絶縁層を形成するので金属酸化物よりなる透明導電
層はその表面が還元され、遊離金属原子が核となり成長
する絶縁層の膜厚や膜質が一様とはならず微小な凹凸や
レンズを構成することになり、その表面に絶縁層を有す
る絵素電極に光散乱機能や光屈折機能が付与されるので
微反射パネルが得られる。またパシベーション絶縁層で
透明絶縁基板（アクティブ基板）を覆っているので、絶
縁ゲート型トランジスタの構造差があっても何ら支障無
く、エッチストップ型とチャネルエッチ型の何れを選択
しても良い。
【００４９】請求項３０に記載の表示装置用基板の製造
方法は、少なくとも透明絶縁基板の一主面上に非単結晶
シリコン層を被着する工程と、レーザ照射して結晶化を
促進する工程と、結晶性の向上したシリコン層を島状に
形成する工程と、１層以上の第１の金属層よりなり絶縁
ゲート型トランジスタのゲート電極も兼ねる走査線を形
成する工程と、多結晶シリコン層をチャネルとする絶縁
ゲート型トランジスタを形成する工程と、１層以上の第
２の金属層よりなる絶縁ゲート型のソース（信号線）・
ドレイン配線を形成する工程と、前記ドレイン配線上に
開口部を有するパシベーション絶縁層を形成する工程
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と、パシベーション絶縁層上に透明導電層と還元性ガス
を含む雰囲気で透明絶縁層を形成する工程と、前記開口
部を含んでその上に透明絶縁層を有する透明導電性の絵
素電極を形成する工程とを有することを特徴とする。
【００５０】この構成により、還元性ガスを含む雰囲気
下で絶縁層を形成するので金属酸化物よりなる透明導電
層はその表面が還元され、遊離金属原子が核となり成長
する絶縁層の膜厚や膜質が一様とはならず微小な凹凸や
レンズを構成することになり、その表面に絶縁層を有す
る絵素電極に光散乱機能や光屈折機能が付与されるので
微反射パネルが得られる。また絶縁ゲート型トランジス
タの半導体層として耐熱性の高い、多結晶シリコンまた
は微結晶シリコンあるいはこれらの混晶体を用いている
ので還元性ガスを含む雰囲気下で絶縁層を形成するに当
たり処理温度を高めて還元性を強化することが可能であ
る。
【００５１】請求項３１に記載の表示装置用基板の製造
方法は、少なくとも透明絶縁基板の一主面上に非単結晶
シリコン層を被着する工程と、レーザ照射して結晶化を
促進する工程と、結晶性の向上したシリコン層を島状に
形成する工程と、絶縁性基板上にゲート絶縁層と１層以
上の第１の金属層を被着後、ゲート電極も兼ねる走査線
とに対応してゲート絶縁層と第１の金属層とを選択的に
残して結晶性の向上したシリコン層を露出する工程と、
不純物を照射（注入）してソース・ドレインを形成する
工程と、透明導電性の絵素電極を形成する工程と、還元
性ガスを含む雰囲気で層間絶縁層を被着する工程と、ソ
ース・ドレイン上と絵素電極上とに開口部を形成する工
程と、１層以上の第２の金属層よりなるソース（信号
線）・ドレイン配線を形成する工程と、少なくとも画像
表示部内の信号線上に絶縁層を形成する工程とを有する
ことを特徴とする。
【００５２】この構成により、還元性ガスを含む雰囲気
下で層間絶縁層を形成するので金属酸化物よりなる絵素
電極はその表面が還元され、遊離金属原子が核となり成
長する層間絶縁層の膜厚や膜質が一様とはならず微小な
凹凸やレンズを構成することになり、その表面に層間絶
縁層を有する絵素電極に光散乱機能や光屈折機能が付与
されるので微反射パネルが得られる。また絶縁ゲート型
トランジスタの半導体層として耐熱性の高い、多結晶シ
リコンまたは微結晶シリコンあるいはこれらの混晶体を
用いているので還元性ガスを含む雰囲気下で層間絶縁層
を形成するに当たり処理温度を高めて還元性を強化する
ことが可能である。さらに少なくとも画像表示装置内の
信号線上に絶縁層が形成されているのでパシベーション
絶縁層は不要とすることができる。
【００５３】請求項３５に記載の表示装置用基板の製造
方法は、少なくとも透明絶縁基板の一主面上に非単結晶
シリコン層を被着する工程と、レーザ照射して結晶化を
促進する工程と、結晶性の向上したシリコン層を島状に
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形成する工程と、絶縁性基板上にゲート絶縁層と１層以
上の第１の金属層を被着後、ゲート電極も兼ねる走査線
とに対応してゲート絶縁層と第１の金属層とを選択的に
残して結晶性の向上したシリコン層を露出する工程と、
不純物を照射（注入）してソース・ドレインを形成する
工程と、ソース・ドレイン上に開口部を有する層間絶縁
層を形成する工程と、１層以上の第２の金属層よりなる
ソース（信号線）・ドレイン配線を形成する工程と、透
明導電層と還元性ガスを含む雰囲気で透明絶縁層を形成
する工程と、ドレイン配線を含んでその上に透明絶縁層
を有する透明導電性の絵素電極を形成する工程と、少な
くとも画像表示部内の信号線上に絶縁層を形成する工程
とを有することを特徴とする。
【００５４】この構成により、還元性ガスを含む雰囲気
下で透明絶縁層を形成するので金属酸化物よりなる絵素
電極はその表面が還元され、遊離金属原子が核となり成
長する透明絶縁層の膜厚や膜質が一様とはならず微小な
凹凸やレンズを構成することになり、その表面に透明絶
縁層を有する絵素電極に光散乱機能や光屈折機能が付与
されるので微反射パネルが得られる。また絶縁ゲート型
トランジスタの半導体層として耐熱性の高い、多結晶シ
リコンまたは微結晶シリコンあるいはこれらの混晶体を
用いているので還元性ガスを含む雰囲気下で透明絶縁層
を形成するに当たり処理温度を高めて還元性を強化する
ことが可能である。さらに少なくとも画像表示装置内の
信号線上に絶縁層が形成されているのでパシベーション
絶縁層は不要とすることができる。
【００５５】請求項３８に記載の携帯電話と携帯情報端
末装置は請求項１～請求項１９に記載の液晶表示装置を
搭載していることを特徴とする。
【００５６】この構成により、携帯電話と携帯情報端末
装置に搭載された液晶表示装置は室内や暗い屋外におい
ては通常の透過型の液晶表示装置としてほとんど変らな
い表示性能が得られ、照度数千ルックス以上の屋外にお
いては反射型として使用しても十分な視認性のある表示
性能が得られ、従来の微反射型と比較すると視差が無い
明るい表示画像が得られる。
【００５７】
【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図１～図２
８に基づいて説明する。以下の説明では便宜上、同一部
位には従来例と同じ符号を付すことにする。
【００５８】（第１の実施形態）本発明の第１の実施形
態を図１と図２を参照しながら説明する。図１は第１の
実施形態によるアクティブ基板の単位絵素の平面図で、
同図のＡ－Ａ’線とＢ－Ｂ’線上の断面図を図２に示
し、その製造工程を以下に説明する。なお、蓄積電極５
５（開口部６５と絵素電極２２を経由してドレイン配線
２１に接続されている）と前段の走査線１１とがゲート
絶縁層３０を介して重なっている領域５２（右下がり斜
線部）が蓄積容量１５を形成する構成を選択している
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が、走査線１１と同時に形成される蓄積容量線１６とド
レイン配線２１（絵素電極２２）とがゲート絶縁層３０
を含む薄膜を介して蓄積容量１５を形成する構成も可能
である。しかしながらここではその詳細な説明は省略す
る。また、図１には典型的なパターン寸法の概念を理解
するために適当な尺度を与えている。
【００５９】まず、図２（ａ）に示したように耐熱性と
耐薬品性と透明性が高い絶縁性基板として厚さ０．５～
１．１mm程度のガラス基板２、例えばコーニング社製の
商品名１７３７、の一主面上にＳＰＴ（スパッタ）等の
真空製膜装置を用いて膜厚０．１～０．３μm程度の第
１の金属層を被着し、微細加工技術により絶縁ゲート型
トランジスタのゲート電極も兼ねる走査線１１を選択的
に形成する。走査線材である第１の金属層には一般的に
は耐熱性の高いＴｉ，Ｃｒ，Ｔａ，Ｍｏ，Ｗ等の高融点
金属あるいはそれらの合金やシリサイドが望ましい。走
査線１１の低抵抗化が必要であればＴａ，Ｚｒ，Ｈｆ等
を数パーセント程度添加された耐熱性のあるＡl合金と
積層化したり、あるいはＴｉ／Ａｌ／Ｔｉ，Ｔａ／Ａｌ
／Ｔａのように耐熱金属層でＡl層をサンドイッチした
り、耐熱金属層とＡl合金とを積層化してさらにＡl合金
を陽極酸化する等の技術を適用すれば良い。
【００６０】次に、図２（ｂ）に示したようにＳＰＴ等
の真空製膜装置を用いて膜厚０．１～０．２μm程度の
透明導電層として例えばＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ－Ｔｉｎ
－Ｏｘｉｄｅ）を被着し、微細加工技術により絵素電極
２２（と画像表示部外の領域で信号線の電極端子５’
と）を選択的に形成する。一般的には製膜温度が２００
℃を超えるとＩＴＯの結晶粒径が大きくなって結晶性が
良くなるが、絵素電極２２は後述する工程でその表面を
還元する必要性があることから製膜温度は２００℃を超
えないことが望ましい。なお、走査線１１と絵素電極２
２とは重なって形成されることはないので、その製造工
程の順序が逆であっても特に支障はないが、本発明では
ＩＴＯよりなるマスク合わせパターンが光散乱性を付与
されるので注意が必要である。
【００６１】続いて、ガラス基板２の全面にＰＣＶＤ
（プラズマ・シーブイディ）装置を用いてゲート絶縁層
となるＳｉＮｘ（シリコン窒化）層、絶縁ゲート型トラ
ンジスタのチャネルとなる不純物をほとんど含まない第
１の非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ）層、及びチャネル保護
層となるＳｉＮｘ（シリコン窒化）層と３種類の薄膜層
を、例えば０．３－０．０５－０．１μm程度の膜厚で
順次被着して３０，３１，３２とし、微細加工技術によ
り図２（ｃ）に示したようにゲート１１電極上にゲート
１１電極よりも細く保護層３２’を残して第１の非晶質
シリコン層３０を露出し、ガラス基板２の全面にＰＣＶ
Ｄ装置を用いて絶縁ゲート型トランジスタのソース・ド
レインとなる不純物として燐を含む第２の非晶質シリコ
ン層３３を例えば膜厚０．０５μm程度の膜厚で被着す
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る。
【００６２】ゲート絶縁層３０（ＳｉＮｘ）の製膜時、
一般的には材料ガスとしてはＳｉＨ４（シラン）とＮＨ
３（アンモニア）が、またキャリア（希釈）ガスとして
Ｎ２（窒素）が用いられている。ＳｉＨ４とＮＨ３とが
プラズマ化された状態でもプラズマ放電空間中には水素
イオンと水素ラジカルが存在するが、還元性を強めるた
めには材料ガスにさらに水素を添加すると良い。あるい
は通常の製膜条件でゲート絶縁層３０の形成を行うので
あれば、ゲート絶縁層３０の製膜前に水素プラズマ処理
を行って透明導電層よりなる絵素電極２２を還元しても
良い。
【００６３】いずれにせよ、ゲート絶縁層３０の製膜
前、あるいは製膜初期にＩＴＯよりなる絵素電極２２の
表面を還元して絵素電極２２の表面にＩｎ，Ｓｎ等の金
属微粒子を析出させることが本発明の重要なポイントで
ある。
【００６４】この還元作用は基板温度が高い程強いが、
ゲート絶縁層３０は絶縁ゲート型トランジスタの電気的
な特性と信頼性を大きく左右するので３００℃以上が望
ましい。ただし４００℃を超えるとＰＣＶＤでありなが
らＣＶＤによるＳｉＨ４の熱分解反応が付加されて好ま
しからざる反応による微小粒子がパーティクルとして発
生し、ゲート絶縁層３０にピンホールが増加するので注
意が必要である。また絶縁ゲート型トランジスタの信頼
性に重要な光学的透明度であるＥｇ・ｏｐｔは必ずしも
製膜温度に比例しないことにも留意せねばならない。こ
の値は５ｅＶ以上が望ましいとされている。
【００６５】ＩＴＯよりなる絵素電極２２の表面が還元
される結果、その上に形成されるゲート絶縁層３０は、
図２（ｃ）にも示したように析出したＩｎ，Ｓｂ等の金
属微粒子を核とする異常成長によりその膜厚は凹凸状に
なったり、あるいは膜厚がほぼ同じであっても場所によ
って膜質が異なったゲート絶縁層３０が得られるので、
光学的には散乱機能を有する透明な積層体が得られる。
【００６６】引き続き、微細加工技術により図２（ｄ）
に示したように画像表示部外の領域で走査線１１上に開
口部６１と（信号線の電極端子５’上に開口部６２，６
２’と）絵素電極２２上に開口部６３と開口部６５を選
択的に形成し、開口部内の第２と第１の非晶質シリコン
層とゲート絶縁層とを除去して走査線１１と（電極端子
５’と）絵素電極２２の一部を露出する。
【００６７】さらに、図２（ｅ）に示したようにＳＰＴ
等の真空製膜装置を用いて膜厚０．１～０．３μm程度
の耐熱金属層として例えばＴｉ，Ｃｒ，Ｔａ，Ｍｏ等の
耐熱金属よりなる薄膜層３４を被着し、微細加工技術に
より保護絶縁層３２’の一部と重なるようにかつ開口部
６３を含んで絶縁ゲート型トランジスタのドレイン配線
２１と信号線も兼ねるソース配線１２とを選択的に形成
する。この選択的パターン形成は、ソース・ドレイン配



(12) 特開２００３－１４９６６１

10

20

30

40

50

21
線１２，２１の形成に用いられる感光性樹脂パターンを
マスクとしてＴｉ薄膜層３４、第２の非晶質シリコン層
３３及び第１の非晶質シリコン層３１を順次食刻し、ゲ
ート絶縁層３０を露出することによりなされる。この食
刻工程はソース・ドレイン配線１２，２１間に露出して
いる第２の非晶質シリコン層３３の食刻時に保護絶縁層
３２’がマスクとして作用し、チャネル部の第１の非晶
質シリコン層３１’が保護される意味でエッチストップ
型と称される所以である。
【００６８】この時、開口部６５を含んで走査線１１上
に蓄積電極５５を形成し蓄積容量１５を構成すると共
に、開口部６１を含んで走査線の電極端子６も同時に形
成する。信号線１２は画像表部外の領域で電極端子５を
兼ねたパターン設計が通常であるが、図１に別に示した
ように接続のための開口部６２’を含んで透明導電性の
電極端子５’を得ることも選択可能である。その必要性
については後述する。
【００６９】信号線１２の配線抵抗が問題となるような
場合、例えば表示サイズが対角２５ｃｍ以上、あるいは
表示容量がＸＧＡ（水平解像力７６８本）以上の高精細
の液晶表示装置においては耐熱薄膜層３４上に低抵抗金
属層としてＡlまたはＡl合金薄膜層３５が積層される
が、詳細は後述する。
【００７０】上記感光性樹脂パターンを除去した後はガ
ラス基板２のパシベーション形成が必要であるが、現行
量産品のようにゲート絶縁層３０と同様にＰＣＶＤ装置
を用いて０．３μm程度の膜厚のシリコン窒化層（Ｓｉ
Ｎｘ）を被着してパシベーション絶縁層とした場合に
は、走査線の電極端子６と信号線の電極端子５上に開口
部の形成工程が必要であり、また絵素電極２２上にゲー
ト絶縁層３０に加えてパシベーション絶縁層が付加され
て液晶セルに印加される実効電圧が低下するので好まし
い選択とは言えない。第１の実施形態で採用しているエ
ッチ・ストップ型の絶縁ゲート型トランジスタではチャ
ネル形成当初からチャネル３１’上にチャネル保護層で
あるＳｉＮｘ層３２’が付与されているので、チャネル
上にパシベーション絶縁層は不要であり、信号線１２と
ドレイン配線２１と蓄積電極５５のパシベーションだけ
で良い。特に信号線１２上は対向電極１４との導電性異
物の混入による十字状の線欠陥の発生を防止する意味合
いからも重要である。
【００７１】そこでソース・ドレイン配線材に陽極酸化
可能な金属層としてＴａ，Ａl合金またはＴａとＭｏ，
Ｗ，Ｃｒ，Ｔｉ等の高融点金属との合金、あるいは高融
点金属のシリサイドを用いて陽極酸化によりソース・ド
レイン配線１２，２１の表面に陽極酸化層を形成するこ
とで製造工程の増加を最小限度に押さえることが可能と
なる。
【００７２】ただし、ソース・ドレイン配線１２，２１
はアクティブ基板の最終工程で実施される熱処理（２０
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０～２５０℃）でトランジスタ特性が劣化しないように
耐熱性が必要であり（特公平７－７４３６８号公報参
照）、その場合には陽極酸化可能な耐熱金属と上記陽極
酸化可能な金属層との積層を推奨する。具体的には耐熱
金属層には膜厚０．１μm程度のＴｉ，Ｔａ，高融点金
属のシリサイドが挙げられ、陽極酸化可能な金属層とし
ては膜厚０．３μm程度の低抵抗のＡlまたはＡl合金が
用いられるが、携帯電話用等の小型画面サイズでは膜厚
０．２μm程度のＴａ単層が最適であろう。
【００７３】ソース・ドレイン配線１２，２１がＴａ単
層であれば図２（ｆ）に示したように陽極酸化によって
その表面には絶縁層である５酸化タンタル（Ta2O5）６
８が形成される。ソース・ドレイン配線１２，２１を積
層した場合、ソース・ドレイン配線１２，２１の上面に
はＡl、側面にはＡl，Ｔａ（またはＴｉ）の積層が露出
しており、図２（ｆ）に示したように陽極酸化によって
Ａlは絶縁層であるアルミナ（Al2O3）６９、Ｔａは絶縁
層である５酸化タンタル（Ta2O5）６８、Ｔｉは半導体
である酸化チタン（TiO2）７０に変質する。陽極酸化で
形成される５酸化タンタル６８、アルミナ６９、酸化チ
タン７０の各陽極酸化層の膜厚は配線のパシベーション
としては0.1～0.2μm程度で十分であり、エチレングリ
コール等の化成液を用いて印加電圧は１００V超で実現
する。耐熱金属層の陽極酸化層は１２の側面にわずかに
（膜厚０．１μm程度）露出しているだけなので、酸化
チタン（TiO2）７０のように高抵抗半導体層であっても
まず信頼性上も問題になることはない。またソース・ド
レイン配線１２，２１下の不純物を含む非晶質シリコン
層３３’と不純物を含まない非晶質シリコン層３１’の
側面には夫々絶縁層である不純物を含む酸化シリコン層
６６と不純物を含まない非晶質シリコン層６７とが形成
される。
【００７４】信号線１２の陽極酸化に当たって留意すべ
き事項は、まず光を照射しながら陽極酸化を実施する必
要があり、これによって絶縁ゲート型トランジスタのチ
ャネルの抵抗値が下がり、ドレイン配線２１と蓄積電極
５５上にも信号線１２と同等の膜厚を有する陽極酸化層
を形成することが可能となるからである。具体的には１
万ルックス程度の十分強力な光を照射して絶縁ゲート型
トランジスタのリーク電流がμＡを越えれば、蓄積電極
５５とドレイン配線２１の面積から計算して10mA／cm2
程度の陽極酸化で良好な膜質を得るための電流密度が得
られる。次に、全ての信号線１２は電気的に並列または
直列に形成されている必要があり、後に続く製造工程の
何処かでこの直並列を解除しないとアクティブ基板２の
電気検査のみならず液晶表示装置としての実動作に支障
があることは言うまでもないだろう。製造工程の増加を
阻止する意味で、アクティブ基板２の切断またはアクテ
ィブ基板２とカラーフィルタ９とを貼り合わせて液晶パ
ネル化した後の割断によって信号線１２の直並列を解除
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したり、レーザ等の高エネルギ光を照射して信号線１２
の直並列を蒸散させる等の手法により全ての信号線１２
を独立化することは容易である。
【００７５】絵素電極２２上にはゲート絶縁層３０が存
在するので絵素電極２２が陽極酸化の影響を受けて電気
的にも光学的にも変化する恐れは皆無で、また走査線１
１の電極端子６上は同じくゲート絶縁層３０によって絶
縁分離され電気的にフローティング（中立）しているの
で陽極酸化層が形成されることはない。本発明者が先願
した基板内選択的電気化学処理装置（特願２０００－１
０７５７７号公報参照）を用いない限り信号線１２を選
択的に陽極酸化することはできず適当なマスク形成工程
が必要となるので、携帯電話用等の小型パネルにおいて
はコスト的な観点から信号線の電極端子には透明導電層
よりなる電極端子５’を選択することを推奨する。この
ため陽極酸化によって電極端子５’の表面抵抗値が増大
しないようなＩＴＯの製膜条件が望ましいが、その表面
が還元されて若干酸素不足気味であるので電極端子５’
が陽極酸化されても表面抵抗値が大きく変動することは
少ない。
【００７６】このようにして得られたアクティブ基板２
とカラーフィルタ９とを対向させて液晶パネル化し、電
極端子６上と電極端子５上または電極端子５’上とに駆
動用の半導体集積回路チップ３をＣＯＧ実装、またはＴ
ＣＰフィルム４を実装して本発明の第１の実施形態によ
る微反射型の液晶表示装置が得られる。
【００７７】（第２の実施形態）信号線１２とドレイン
配線２１と蓄積電極５５のパシベーション形成には他の
手法を用いることも可能であり、それを第２の実施形態
として図３と図４を参照しながら説明する。図３は第２
の実施形態によるアクティブ基板の単位絵素の平面図
で、同図のＡ－Ａ’線とＢ－Ｂ’線上の断面図を図４に
示し、その製造工程を以下に説明する。
【００７８】ゲート絶縁層３０への開口部形成までは第
１の実施形態と同一の製造工程を進行し、その後、図４
（ａ）に示したようにＳＰＴ等の真空製膜装置を用いて
膜厚０．２μm程度の耐熱金属層として例えばＴｉ，Ｃ
ｒ，Ｔａ，Ｍｏ等の耐熱金属よりなる薄膜層３４を被着
し、微細加工技術により保護絶縁層３２’の一部と重な
るように絶縁ゲート型トランジスタのドレイン配線２１
と信号線も兼ねるソース配線１２とを選択的に形成す
る。この時、開口部６５を含んで走査線１１上に蓄積電
極５５と開口部６１を含んで走査線の電極端子６も同時
に形成する。第２の実施形態ではソース・ドレイン配線
材は陽極酸化可能な金属層である必要性は無い。
【００７９】そしてソース・ドレイン配線１２，２１と
蓄積電極５５上に選択的に絶縁層を形成するため電着に
よる有機絶縁層の形成を採用する。デバイスとして必要
な絶縁特性を確保できる有機絶縁層として電着形成が可
能な材料の中から、ポリアミック酸塩を０．０１％程度
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含む溶液を電着液とし、信号線１２に＋（プラス）電位
を与えて電着を行えば、図４（ｂ）に示したように電着
電圧は数Ｖ程度でソース・ドレイン配線１２，２１と蓄
積電極５５上に０．３μｍ程度の厚みを有するポリイミ
ド層７２を形成することができる。ポリイミド樹脂はア
クリル樹脂と同様に耐熱性の高い樹脂であり、ポリイミ
ド層７２の形成後は、好ましくは２００～３００℃、数
分～数10分の熱処理を施してポリイミド層７２の絶縁特
性を高めると良いが、必要とされる絶縁特性は絶縁ゲー
ト型トランジスタの耐熱性と液晶材料の組成によって支
配されるので加熱条件は実験的に決める必要がある。な
お、この熱処理は先述したアクティブ基板の最終工程で
実施される絶縁ゲート型トランジスタの長期安定性を増
すための熱処理（２００～２５０℃）を兼ねている。
【００８０】信号線１２の電着に当たって留意すべき事
項は、陽極酸化の場合と同様にまず光を照射しながら電
着を実施する必要があり、これによって絶縁ゲート型ト
ランジスタのチャネルの抵抗値が下がり、ドレイン配線
２１と蓄積電極５５上にも信号線１２と同等の膜厚を有
する有機絶縁層７２を形成することが可能となるからで
ある。次に、全ての信号線１２は電気的に並列または直
列に形成されている必要があり、後に続く製造工程の何
処かでこの直並列を解除しないとアクティブ基板２の電
気検査のみならず液晶表示装置としての実動作に支障が
あることは言うまでもないだろう。また絵素電極２２上
にはゲート絶縁層３０が存在するので絵素電極２２上に
有機絶縁層が形成されることはなく、さらに走査線１１
の電極端子６上は同じくゲート絶縁層３０によって絶縁
分離され電気的にフローティング（中立）しているので
有機絶縁層が形成されることはない。信号線１２の電極
端子は信号線１２の先端部に形成した電極端子５であっ
ても、あるいは透明導電層よりなる電極端子５’であっ
ても電着によって有機絶縁層７２が形成されるので、電
極端子５または電極端子５’の表面抵抗値が変化する恐
れは皆無である。
【００８１】このようにして得られたアクティブ基板２
とカラーフィルタ９とを対向させて液晶パネル化し、画
像表示部外の信号線１２と電極端子５または透明導電層
よりなる電極端子５’上の有機絶縁層７２を酸素プラズ
マ処理またはＵＶ－Ｏ３処理（紫外線照射によるオゾン
発生）あるいはオゾン水処理等によりカラーフィルタ９
をマスクとして選択的に除去する。なお信号線１２の電
極端子に透明導電層よりなる電極端子５’を選択した場
合でもこれらの物理・化学的な処理で電極端子５’の表
面抵抗値が大きく変動することはない。そして電極端子
６上と電極端子５または電極端子５’上とに駆動用の半
導体集積回路チップ３をＣＯＧ実装、またはＴＣＰフィ
ルム４を実装して本発明の第２の実施形態による微反射
型の液晶表示装置が得られる。
【００８２】（第３の実施形態）信号線１２とドレイン
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配線２１と蓄積電極５５のパシベーション形成には陽極
酸化と電着による絶縁層の形成以外にも他の手法を用い
ることも可能であり、それを第３の実施形態として図５
と図６を参照しながら説明する。図５は第３の実施形態
によるアクティブ基板の単位絵素の平面図で、同図のＡ
－Ａ’線とＢ－Ｂ’線上の断面図を図６に示し、その製
造工程を以下に説明する。
【００８３】ゲート絶縁層３０への開口部形成までは第
１の実施形態と同一の製造工程を進行し、その後、図６
（ａ）に示したようにＳＰＴ等の真空製膜装置を用いて
膜厚０．２μm程度の耐熱金属層として例えばＴｉ，Ｃ
ｒ，Ｔａ，Ｍｏ等の耐熱金属よりなる薄膜層３４を被着
し、微細加工技術により保護絶縁層３２’の一部と重な
るように絶縁ゲート型トランジスタのドレイン配線２１
と信号線も兼ねるソース配線１２と蓄積電極５５と電極
端子６を選択的に形成するが、第３の実施形態ではこの
微細加工技術に一般的な感光性樹脂（ポジ型でノボラッ
ク樹脂を主成分する）を用いるのではなく、膜厚１～２
μｍ程度の耐熱性感光性樹脂、例えば感光性ポリイミド
樹脂または感光性アクリル樹脂７３を用いてＴｉ薄膜層
３４、第２の非晶質シリコン層３３’及び第１の非晶質
シリコン層３１’を順次食刻し、そのまま残してアクテ
ィブ基板２の製造工程を終える点が特徴である。なお、
第３の実施形態でもソース・ドレイン配線材は陽極酸化
可能な金属層である必要性は無い。
【００８４】そして、図６（ｂ）に示したように好まし
くは絶縁ゲート型トランジスタの耐熱性と液晶セルの信
頼性が確保できる範囲内の２００～３００℃の範囲で出
来るだけ高い温度で加熱処理を施して感光性ポリイミド
樹脂または感光性アクリル樹脂の絶縁特性を高めると同
時にこれらの樹脂７３を流動化して７３’とし、ドレイ
ン配線２１と信号線も兼ねるソース配線１２と蓄積電極
５５の側面をも覆うようにすると信頼性が更に向上す
る。なおこの熱処理は先述したアクティブ基板２の最終
工程で実施される絶縁ゲート型トランジスタの長期安定
性を増すための熱処理を兼ねている。信号線１２の電極
端子に信号線１２の先端部に形成した電極端子５を選択
した場合には感光性ポリイミド樹脂または感光性アクリ
ル樹脂で覆われたままで、あるいは透明導電層よりなる
電極端子５’を選択した場合には開口部６２内に電極端
子５’の大部分が露出した状態でアクティブ基板２の製
造工程を終えるので何れの場合でも信号線の電極端子の
表面抵抗値が変化する恐れは皆無である。
【００８５】このようにして得られたアクティブ基板２
とカラーフィルタ９とを対向させて液晶パネル化し、画
像表示部外の信号線１２と電極端子５，６上の感光性ポ
リイミド樹脂または感光性アクリル樹脂７３’を酸素プ
ラズマ処理またはＵＶ－Ｏ３処理あるいはオゾン水処理
等によりカラーフィルタ９をマスクとして選択的に除去
する。そして電極端子６上と電極端子５または電極端子
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５’上とに駆動用の半導体集積回路チップ３をＣＯＧ実
装、またはＴＣＰフィルム４を実装して本発明の第３の
実施形態による微反射型の液晶表示装置が得られる。
【００８６】以上述べてきた実施形態ではガラス基板２
上に走査線１１と絵素電極２２とが同時に存在するの
で、これらの電極を平面的に重ねて蓄積容量を形成する
ことが不可能である。すなわち、開口率を向上させるこ
とができない。また、走査線１１と絵素電極２２との間
でレジストパターン異常による短絡も生じ易い。そこで
以降の実施形態ではこれらの電極を異なったレイヤ上に
形成することが可能なデバイスとプロセスについて説明
する。
【００８７】（第４の実施形態）本発明の第４の実施形
態を図７と図８を参照しながら説明する。図７は第４の
実施形態によるアクティブ基板の単位絵素の平面図で、
同図のＡ－Ａ’線とＢ－Ｂ’線上の断面図を図８に示
し、その製造工程を以下に説明する。なお、絵素電極２
２（ドレイン配線２１を含んで形成されている）と前段
の走査線１１とがゲート絶縁層３０を介して重なってい
る領域５２（右下がり斜線部）蓄積容量１５を形成する
構成を選択しているが、走査線１１と同時に形成される
蓄積容量線１６とドレイン配線２１（絵素電極２２）と
がゲート絶縁層３０を含む薄膜を介して蓄積容量１５を
形成する構成も可能である。しかしながらここではその
詳細な説明は省略する。
【００８８】先ず、図８（ａ）に示したようにガラス基
板２の一主面上に、ＳＰＴ（スパッタ）等の真空製膜装
置を用いて膜厚０．１～０．３μm程度の耐熱金属層を
被着し、微細加工技術により絶縁ゲート型トランジスタ
のゲート電極も兼ねる走査線１１を選択的に形成する。
【００８９】次に、ガラス基板２の全面にＰＣＶＤ装置
を用いてゲート絶縁層となるＳｉＮｘ（シリコン窒化）
層、絶縁ゲート型トランジスタのチャネルとなる不純物
をほとんど含まない第１の非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ）
層、及びチャネル保護層となるＳｉＮｘ（シリコン窒
化）層と３種類の薄膜層を、例えば０．３－０．０５－
０．１μm程度の膜厚で順次被着して３０，３１，３２
とし、微細加工技術により図８（ｂ）に示したようにゲ
ート１１電極上にゲート１１電極よりも細く保護層３
２’を残して第１の非晶質シリコン層３１を露出し、さ
らにガラス基板２の全面にＰＣＶＤ装置を用いて絶縁ゲ
ート型トランジスタのソース・ドレインとなる不純物と
して燐を含む第２の非晶質シリコン層３３を例えば膜厚
０．０５μm程度の膜厚で被着する。
【００９０】続いて、微細加工技術により図８（ｃ）に
示したように画像表示部外の領域で走査線１１上に開口
部６１を選択的に形成し、開口部内の第２と第１の非晶
質シリコン層とゲート絶縁層とを除去して走査線１１の
一部を露出する。
【００９１】引き続き、図８（ｄ）に示したようにＳＰ
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Ｔ等の真空製膜装置を用いて膜厚０．２μm程度の耐熱
金属層よりなる薄膜層３４を被着し、微細加工技術によ
り保護絶縁層３２’の一部と重なるように絶縁ゲート型
トランジスタのドレイン配線２１と信号線も兼ねるソー
ス配線１２とを選択的に形成する。この時、開口部６１
を含んで走査線の電極端子６も同時に形成する。信号線
１２は画像表部外の領域で電極端子５を兼ねたパターン
設計が通常であるが、信号線１２の選択的陽極酸化が容
易でない場合には後述するように信号線１２を含んで透
明導電性の信号線の電極端子５’とすれば良い。耐熱金
属層よりなる薄膜層３４については後に詳しく述べる。
【００９２】さらに、ＳＰＴ等の真空製膜装置を用いて
膜厚０．１～０．２μm程度の透明導電層として例えば
ＩＴＯを被着し、さらに水素プラズマ処理を行った後、
ＰＣＶＤ装置を用いて透明絶縁層となるＳｉＮｘ（シリ
コン窒化）層を、例えば０．３μm程度の膜厚で順次被
着して３６とし、図８（ｅ）に示したように微細加工技
術によりドレイン配線２１を含んでその上に透明絶縁層
３６’を有する絵素電極２２（と画像表部外の領域で信
号線１２を含んでその上に透明絶縁層３６’を有する信
号線の電極端子５’と）を選択的に形成する。図７に別
に示したように走査線の電極端子６を含んでその上に透
明絶縁層３６’を有する透明導電性の電極端子６’を形
成することも選択可能である。
【００９３】既に絶縁ゲート型トランジスタが形成され
ているが、非晶質シリコンを半導体材料とする絶縁ゲー
ト型トランジスタは耐熱性が優れず、透明絶縁層となる
ＳｉＮｘ（シリコン窒化）層３６の製膜時の基板温度は
３００℃以下に制約され、通常のパシベーション絶縁層
の形成でも２５０℃を超えることは稀である。したがっ
てＳｉＮｘ層３６の製膜時に水素ガスの添加量を増や
す、あるいはＩＴＯの製膜温度を下げる等の手段により
ＩＴＯの還元処理を高める必要がある。水素ガスの添加
量が多くなるとＳｉＮｘ層３６の製膜速度が低下する傾
向は否めないがＩＴＯを還元するためには止むを得ない
プロセスである。
【００９４】ＩＴＯの表面が還元される結果、その上に
形成される透明絶縁層３６’は、図８（ｅ）にも示した
ように析出したＩｎ，Ｓｂ等の金属微粒子を核とする異
常成長によりその膜厚は凹凸状になったり、あるいは膜
厚がほぼ同じであっても場所によって膜質が異なった透
明絶縁層３６’が得られるので、光学的には散乱機能を
有する透明な絵素電極２２が得られる。
【００９５】この後はガラス基板２のパシベーション形
成が必要であるが、第４の実施形態で採用しているエッ
チ・ストップ型の絶縁ゲート型トランジスタではチャネ
ル形成当初からチャネル３１’上にチャネル保護層であ
るＳｉＮｘ層３２’が付与されており、また絵素電極２
２上にも透明絶縁層３６’が形成されているので、絵素
電極２２に覆われていないドレイン配線２１と信号線１
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２上にのみパシベーション形成を行えば良い。
【００９６】そこでソース・ドレイン配線材３４に陽極
酸化可能な金属層としてＴａ，Ａl合金、またはＴａと
Ｍｏ，Ｗ，Ｃｒ，Ｔｉ等の高融点金属との合金、あるい
は高融点金属のシリサイドを用いて陽極酸化によりソー
ス・ドレイン配線１２，２１の表面に陽極酸化層を形成
することで製造工程の増加を最小限度に押さえることが
可能となる。携帯電話等の小型画面サイズでは膜厚０．
３μm程度のＴａ単層が最適であろう。
【００９７】ソース・ドレイン配線１２，２１を積層す
る場合には、すなわちソース・ドレイン配線の低抵抗が
必要な場合には陽極酸化可能な耐熱金属層と陽極酸化可
能な金属層との積層を推奨する。具体的には耐熱金属層
には膜厚０．１μm程度Ｔｉ，Ｔａ，シリサイドが挙げ
られ、陽極酸化可能な金属層としては膜厚０．３μm程
度の低抵抗のＡlを用いると良い。Ａlを用いてソース・
ドレイン配線１２，２１を積層してドレイン配線１２，
２１上に透明導電層よりなる絵素電極２２を形成しても
絵素電極２２上は透明絶縁層３６’で覆われているの
で、アルカリ性の現像液や剥離液を用いた化学処理にお
いてＡlと透明導電層（ＩＴＯ）とが電池作用で腐食す
ることは回避されている。
【００９８】剥離液のアルカリ性が強い場合や剥離液の
処理条件が長くなるような場合には、ＡlとＩＴＯとの
間に陽極酸化可能なＴａまたはＴａとＭｏ，Ｗ，Ｃｒと
の合金、あるいは高融点金属のシリサイド介在させ、Ｔ
ｉ／Ａl／Ｔａ，Ｔａ／Ａl／Ｔａ等の３層構成を適用す
ると良好な結果が得られる。３層構成よりは若干耐性は
低下するがＮｄを添加したＡl合金を用いても良く、そ
の場合には上記したようにソース・ドレイン配線１２，
２１にＴａ／Ａl合金，Ｔｉ／Ａl合金等の２層構成を選
択することもできる。
【００９９】エチレングリコール等の化成液を用いて光
を照射しながら陽極酸化を実施する必要があることは既
に述べた通りであり、図８（ｆ）に示したようにソース
・ドレイン配線１２，２１上に陽極酸化層６８または６
９を形成する。絵素電極２２上には透明絶縁層３６’が
存在するので絵素電極２２が陽極酸化の影響を受けて電
気的にも光学的にも変化する恐れは皆無で、また走査線
１１の電極端子６上は同じくゲート絶縁層３６’によっ
て絶縁分離され電気的にフローティング（中立）してい
るので陽極酸化層が形成されることはない。本発明者が
先願した基板内選択的電気化学処理装置を用いない限り
信号線１２を選択的に陽極酸化することはできず適当な
マスク形成工程が必要となり、携帯電話用等の小型パネ
ルにおいてはコスト的な観点から信号線の電極端子には
透明導電層よりなる電極端子５’を選択することを推奨
するが、電極端子５’上にも透明絶縁層３６’が存在す
るので電極端子５’が陽極酸化の影響を受けて電気的に
変化する恐れは皆無である。
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【０１００】基板内選択的電気化学処理装置を用いて信
号線１２を選択的に陽極酸化して得られたアクティブ基
板２とカラーフィルタ９とを対向させて液晶パネル化
し、電極端子６上と電極端子５上とに駆動用の半導体集
積回路チップ３をＣＯＧ実装、またはＴＣＰフィルム４
を実装して本発明の第４の実施形態による微反射型の液
晶表示装置が得られる。
【０１０１】信号線１２を選択的に陽極酸化出来ない場
合は信号線の電極端子に透明導電層よりなる電極端子
５’を選択して得られたアクティブ基板２とカラーフィ
ルタ９とを対向させて液晶パネル化し、画像表示部外の
透明導電層よりなる電極端子５’上の透明絶縁層である
ＳｉＮｘ層３６’を弗素系プラズマ処理によりカラーフ
ィルタ９をマスクとして選択的に除去する。この時ゲー
ト絶縁層３０も弗素系プラズマ処理により膜減りし、極
端な場合には消失して走査線１１も露出してしまうこと
もあるので後続の実装工程ではこれらを考慮した保護樹
脂の塗布等の対策が必要となる。そして電極端子６上と
電極端子５’上とに駆動用の半導体集積回路チップ３を
ＣＯＧ実装、またはＴＣＰフィルム４を実装して本発明
の第４の実施形態による微反射型の液晶表示装置が得ら
れる。弗素系プラズマ処理により電極端子６の膜減りが
生じるようならば透明導電性の電極端子６’を選択する
ことに何ら支障はないことは明らかである。こうすると
電極端子５’と電極端子６’とを透明導電層よりなる接
続線８０で接続できるので有効な静電気対策とすること
ができる。もちろんこの接続線８０は少なくとも実装工
程終了までにはその接続を解除して電極端子５’と電極
端子６’とを一本ずつ独立させる必要があることは言う
までも無い。
【０１０２】（第５の実施形態）信号線１２とドレイン
配線２１のパシベーション形成には他の手法を用いるこ
とも可能であり、それを第５の実施形態として図９と図
１０を参照しながら説明する。図９は第５の実施形態に
よるアクティブ基板の単位絵素の平面図で、同図のＡ－
Ａ’線とＢ－Ｂ’線上の断面図を図１０に示し、その製
造工程を以下に説明する。
【０１０３】ゲート絶縁層３０への開口部形成までは第
４の実施形態と同一の製造工程を進行し、その後、ＳＰ
Ｔ等の真空製膜装置を用いて膜厚０．１～０．２μm程
度の透明導電層として例えばＩＴＯを被着し、さらに水
素プラズマ処理を行った後、ＰＣＶＤ装置を用いて透明
絶縁層となるＳｉＮｘ（シリコン窒化）層を、例えば
０．μm程度の膜厚で順次被着して３６とした後、図１
０（ａ）に示したように微細加工技術によりドレイン配
線２１を含んでその上に透明絶縁層３６’を有する絵素
電極２２と（信号線の電極端子５’と）を選択的に形成
する。また、電極端子６を含んでその上に透明絶縁層３
６’を有する透明導電性の電極端子６’を形成すること
も可能である。
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【０１０４】この後はガラス基板２のパシベーション形
成が必要であるが、第４の実施形態と同様に絵素電極２
２に覆われていないドレイン配線２１と信号線１２上に
のみパシベーション形成を行えば良い。
【０１０５】そして絵素電極２２に覆われていないドレ
イン配線２１と信号線１２上に選択的に絶縁層を形成す
るため電着による有機絶縁層の形成を採用する。ポリア
ミック酸塩を０．０１％程度含む溶液を電着液とし、信
号線１２に＋（プラス）電位を与えて電着を行えば、図
１０（ｂ）に示したように電着電圧は数Ｖ程度で絵素電
極２２に覆われていないドレイン配線２１と信号線１２
に０．３μｍ程度の厚みを有するポリイミド層７２を形
成することができる。そして有機絶縁層であるポリイミ
ド層７２に２００℃超の然るべき加熱処理を施してアク
ティブ基板２の製造工程を終える。
【０１０６】信号線１２の電着に当たって留意すべき事
項は、既に述べたようにまず光を照射しながら電着を実
施する必要があり、次に全ての信号線１２は電気的に並
列または直列に形成されている必要があり、さらに後に
続く製造工程の何処かでこの直並列を解除する必要があ
ることである。また絵素電極２２上には透明絶縁層３
６’が存在するので絵素電極２２上に有機絶縁層が形成
されることはなく、さらに走査線１１の電極端子６上は
同じくゲート絶縁層３０によって絶縁分離され電気的に
フローティング（中立）しているので有機絶縁層が形成
されることはない。信号線１２の電極端子が信号線１２
の先端部に形成した電極端子５であれば電着によって有
機絶縁層が形成されるので電極端子５の表面抵抗値が変
化する恐れは皆無である。あるいは透明導電層よりなる
電極端子５’であればその上透明絶縁層３６’が存在す
るので電極端子５’上に有機絶縁層が形成されることは
なく、電極端子５’の表面抵抗値が変化する恐れは皆無
である。
【０１０７】このようにして得られたアクティブ基板２
とカラーフィルタ９とを対向させて液晶パネル化し、画
像表示部外の信号線１２と電極端子５上の有機絶縁層を
酸素プラズマ処理またはＵＶ－Ｏ３処理（紫外線照射に
よるオゾン発生）あるいはオゾン水処理等によりカラー
フィルタ９をマスクとして選択的に除去する。そして電
極端子６上と電極端子５上とに駆動用の半導体集積回路
チップ３をＣＯＧ実装、またはＴＣＰフィルム４を実装
して本発明の第５の実施形態による微反射型の液晶表示
装置が得られる。
【０１０８】透明導電層よりなる電極端子５’と電極端
子６’を選択した場合には、アクティブ基板２とカラー
フィルタ９とを対向させて液晶パネル化し、画像表示部
外の電極端子５’と電極端子６’上の透明絶縁層３６’
を弗素系プラズマ処理によりカラーフィルタ９をマスク
として選択的に除去する。この時ゲート絶縁層３０も弗
素系プラズマ処理により膜減りし、極端な場合には消失
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して走査線１１も露出してしまうこともあるので後続の
実装工程ではこれらを考慮した保護樹脂の塗布等の対策
が必要となる。そして露出した電極端子６’上と電極端
子５’上とに駆動用の半導体集積回路チップ３をＣＯＧ
実装、またはＴＣＰフィルム４を実装しても微反射型の
液晶表示装置が得られる。この場合には電極端子６’と
電極端子５’とを透明導電層よりなる接続線８０で接続
できるので有効な静電気対策とすることができる。
【０１０９】（第６の実施形態）以上に記載した表示装
置用基板においてはチャネル上に当初から保護絶縁層を
有するエッチストップ型の絶縁ゲート型トランジスタを
用いて液晶表示装置を構成していたので、信号線（とド
レイン配線）を選択的に絶縁化するパシベーション技術
を適用する必要があったが、チャネル上に保護絶縁層に
代えて適当な絶縁層を形成することができればチャネル
エッチ型の絶縁ゲート型トランジスタを用いて液晶表示
装置を構成することも可能であり、それを第６と第７の
実施形態として説明する。図１１は第６の実施形態によ
るアクティブ基板の単位絵素の平面図で、同図のＡ－
Ａ’線とＢ－Ｂ’線上の断面図を図１２に示し、その製
造工程を以下に説明する。
【０１１０】先ず、図１２（ａ）に示したようにガラス
基板２の一主面上に、ＳＰＴ（スパッタ）等の真空製膜
装置を用いて膜厚０．１～０．３μm程度の耐熱金属層
を被着し、微細加工技術により絶縁ゲート型トランジス
タのゲート電極も兼ねる走査線１１を選択的に形成す
る。
【０１１１】次に、ＳＰＴ等の真空製膜装置を用いて膜
厚０．１～０．２μm程度の透明導電層として例えばＩ
ＴＯを被着し、図１２（ｂ）に示したように微細加工技
術により絵素電極２２（と信号線１２の電極端子５’）
を選択的に形成する。
【０１１２】続いて、ゲート絶縁層３０の製膜前に水素
プラズマ処理を行うかあるいはゲート絶縁層３０の製膜
時に還元性を強めるためには材料ガスにさらに水素を添
加する等の手段を講じてガラス基板２の全面にＰＣＶＤ
装置を用いてゲート絶縁層となるＳｉＮｘ（シリコン窒
化）層、絶縁ゲート型トランジスタのチャネルとなる不
純物をほとんど含まない第１の非晶質シリコン層、及び
絶縁ゲート型トランジスタのソース・ドレインとなる不
純物を含む第２の非晶質シリコン層と３種類の薄膜層
を、例えば０．３－０．１－０．０５μm程度の膜厚で
順次被着して３０，３１，３３とし、微細加工技術によ
り図１２（ｃ）に示したようにゲート１１電極上にゲー
ト電極１１よりも幅太く第１と第２の非晶質シリコン層
よりなる半導体層を島状３１’，３３’に残してゲート
絶縁層３０を露出する。ＩＴＯよりなる絵素電極２２の
表面が還元される結果、その上に形成されるゲート絶縁
層３０は，図１２（ｃ）にも示したように析出したＩ
ｎ，Ｓｂ等の金属微粒子を核とする異常成長によりその
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膜厚は凹凸状になったり、あるいは膜厚がほぼ同じであ
っても場所によって膜質が異なったゲート絶縁層３０が
得られるので、光学的には散乱機能を有する透明な積層
体が得られる。
【０１１３】引き続き、図１２（ｄ）に示したように画
像表示部外の走査線１１上に開口部６１と、（信号線１
２の電極端子５’上に開口部６２，６２’と）、絵素電
極２２上に開口部６３と６５とを形成し、上記開口部内
のゲート絶縁層を選択的に除去して走査線１１と絵素電
極２２の一部分（と電極端子５’の大部分と）を露出す
る。
【０１１４】さらに、図１２（ｅ）に示したようにＳＰ
Ｔ等の真空製膜装置を用いて膜厚０．３μm程度の陽極
酸化可能な耐熱金属層よりなる薄膜層３４を被着し、微
細加工技術によりゲート電極１１と一部重なるようにか
つ開口部６３を含んで絶縁ゲート型トランジスタのドレ
イン配線２１と信号線も兼ねるソース配線１２とを選択
的に形成する。ここでも第１の実施形態と同様に開口部
６５内の絵素電極２２を含んで前段の走査線１１上に蓄
積電極５５を重ねて蓄積容量１５を形成している。
【０１１５】この後はガラス基板２のパシベーション形
成が必要であるが、陽極酸化技術を用いるのでソース・
ドレイン配線材には陽極酸化可能な耐熱金属層よりなる
薄膜層３４としてＴａ，Ａl合金またはＴａとＭｏ，
Ｗ，Ｃｒ，Ｔｉ等の高融点金属との合金、あるいは高融
点金属のシリサイドを用いて陽極酸化によりソース・ド
レイン配線１２，２１の表面に陽極酸化層を形成するこ
とで製造工程の増加を最小限度に押さえることが可能と
なる。
【０１１６】ソース・ドレイン配線１２，２１を積層す
る場合には陽極酸化可能な耐熱金属と陽極酸化可能な金
属層との積層を推奨する。具体的には耐熱金属層には膜
厚０．１μm程度のＴｉ，Ｔａ，高融点金属のシリサイ
ドが挙げられ、陽極酸化可能な金属層としては膜厚０．
３μm程度の低抵抗のＡlが用いられるが携帯電話等の小
型画面サイズでは膜厚０．３μm程度のＴａ単層が最適
であろう。光を照射しながらソース・ドレイン配線１
２，２１を陽極酸化してその表面に陽極酸化層を形成す
るとともにソース・ドレイン配線１２，２１間に露出し
ている不純物を含む第２の非晶質シリコン層３３’と不
純物を含まない第１の非晶質シリコン層３１の’一部を
陽極酸化して絶縁層である酸化シリコン層（SiO2）６
６，６７を形成する。
【０１１７】ソース・ドレイン配線１２，２１の上面に
はＡl、ソース・ドレイン配線１２，２１の側面にはＡ
l，ＴａまたはＴｉの積層が露出しており、図１２
（ｆ）に示したように陽極酸化によってＡlは絶縁層で
あるアルミナ（Al2O3）６９、Ｔａは絶縁層である５酸
化タンタル（Ta2O5）６８、Ｔｉは半導体である酸化チ
タン（TiO2）７０に変質する。
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【０１１８】ソース・ドレイン配線１２，２１間の不純
物を含む第２の非晶質シリコン層３３’は厚み方向に全
て完全に絶縁層化しないと絶縁ゲート型トランジスタの
リーク電流の増大をもたらす。そこで先述したように光
を照射しながら陽極酸化を実施することが陽極酸化工程
の重要なポイントとなる。なぜならば不純物を含む第２
の非晶質シリコン層３３’は化成液に接している表面か
ら酸化シリコン層に変質していくが、陽極酸化が進行す
ると不純物を含む第２の非晶質シリコン層３３’の膜厚
が減少して不純物を含む第２の非晶質シリコン層３３’
とドレイン配線２１と蓄積電極５５を陽極酸化するに十
分な電流を流すことができなくなるからである。光を照
射しながら陽極酸化を実施すると、不純物を含む第２の
非晶質シリコン層３３’に接している不純物を含まない
第１の非晶質シリコン層３１’が光電効果により殆ど電
流が流れない高抵抗状態から必要な電流を流せるだけの
低抵抗状態に変化させることができる。
【０１１９】また不純物を含む第２の非晶質シリコン層
３３’を陽極酸化して絶縁層である酸化シリコン層（Si
O2）６６に変質させるに足る化成電圧１００V超より１
０V程度化成電圧を高く設定することにより、形成され
た不純物を含む酸化シリコン層（SiO2）６６に接する不
純物を含まない第１の非晶質シリコン層３１’の一部
（１００Å程度）まで不純物を含まない酸化シリコン層
（SiO2）６７に変質させることで、ソース・ドレイン配
線１２，２１間の電気的な分離は完全なものとすること
ができる。
【０１２０】陽極酸化で形成される５酸化タンタル（Ta
2O5）６８、アルミナ（Al2O3）６９の各酸化層の膜厚は
0.1～0.2μm程度で十分であり、エチレングリコール等
の化成液を用いて印加電圧は同じく１００V超で実現で
きる。ソース・ドレイン配線１２，２１の陽極酸化に当
たって留意すべき事項は、全ての信号線１２は電気的に
並列または直列に形成されている必要があり、後に続く
製造工程の何処かでこの直並列を解除しないとアクティ
ブ基板２の電気検査のみならず、液晶表示装置としての
実動作に支障があることは言うまでもないだろう。また
走査線１１の電極端子６上はゲート絶縁層３０によって
絶縁分離され電気的にフローティング（中立）している
ので陽極酸化層が形成されることはない。本発明者が先
願した基板内選択的電気化学処理装置を用いない限り信
号線１２を選択的に陽極酸化することはできず適当なマ
スク形成工程が必要となるが、携帯電話用等の小型パネ
ルにおいてはコスト的な観点から信号線の電極端子には
透明導電層よりなる電極端子５’を選択することを推奨
するが、その表面が還元されて若干酸素不足気味である
ので電極端子５’が陽極酸化されても表面抵抗値が大き
く変動することは少ない。
【０１２１】このようにして得られたアクティブ基板２
とカラーフィルタ９とを対向させて液晶パネル化し、電
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極端子６上と電極端子５または電極端子５’上とに駆動
用の半導体集積回路チップ３をＣＯＧ実装、またはＴＣ
Ｐフィルム４を実装して本発明の第６の実施形態による
微反射型の液晶表示装置が得られる。
【０１２２】（第７の実施形態）第６の実施形態ではガ
ラス基板２上に走査線１１と絵素電極２２とが同時に存
在するので、これらの電極を平面的に重ねて蓄積容量を
形成することが不可能である。また、走査線１１と絵素
電極２２との間でレジストパターン異常による短絡も生
じ易い。そこで第７の実施形態ではこれらの電極を異な
ったレイヤ上に形成することが可能なデバイスとプロセ
スについて説明する。図１３は第７の実施形態によるア
クティブ基板の単位絵素の平面図で、同図のＡ－Ａ’線
とＢ－Ｂ’線上の断面図を図１４に示し、その製造工程
を以下に説明する。
【０１２３】先ず、図１４（ａ）に示したようにガラス
基板２の一主面上に、ＳＰＴ（スパッタ）等の真空製膜
装置を用いて膜厚０．１～０．３μm程度の耐熱金属層
を被着し、微細加工技術により絶縁ゲート型トランジス
タのゲート電極も兼ねる走査線１１を選択的に形成す
る。
【０１２４】次に、ガラス基板２の全面にＰＣＶＤ装置
を用いてゲート絶縁層となるＳｉＮｘ（シリコン窒化）
層、絶縁ゲート型トランジスタのチャネルとなる不純物
をほとんど含まない第１の非晶質シリコン層、及び絶縁
ゲート型トランジスタのソース・ドレインとなる不純物
を含む第２の非晶質シリコン層と３種類の薄膜層を、例
えば０．３－０．１－０．０５μm程度の膜厚で順次被
着して３０，３１，３３とし、微細加工技術により図１
４（ｂ）に示したようにゲート１１電極上にゲート１１
電極よりも幅太く第１と第２の非晶質シリコン層よりな
る半導体層を島状３１’，３３’に残してゲート絶縁層
３０を露出する。
【０１２５】続いて、図１４（ｃ）に示したように画像
表示部外の走査線１１上に開口部６１を形成し、開口部
６１内のゲート絶縁層を選択的に除去して走査線１１の
一部分を露出する。
【０１２６】引き続き、図１４（ｄ）に示したようにＳ
ＰＴ等の真空製膜装置を用いて膜厚０．３μm程度の陽
極酸化可能な耐熱金属層よりなる薄膜層３４を被着し、
微細加工技術により絶縁ゲート型トランジスタのドレイ
ン配線２１と信号線も兼ねるソース配線１２とを選択的
に形成する。この時開口部６１を含んで走査線の電極端
子６も同時に形成する。あるいは後続の絵素電極の形成
時に透明導電層よりなる電極端子６’を形成することも
可能である。走査線１１と信号線１２との材質の差によ
る電気化学的な副作用を回避するためには、一旦開口部
６１を信号線材である６で覆い、電極端子６を覆うよう
に透明導電層よりなる電極端子６’を形成することが無
難である。
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【０１２７】陽極酸化技術を用いてソース・ドレイン配
線１２，２１を絶縁化するので、ソース・ドレイン配線
材には陽極酸化可能な耐熱金属層よりなる薄膜層３４と
してＴａ，Ａl合金またはＴａとＭｏ，Ｗ，Ｃｒ，Ｔｉ
等の高融点金属との合金、あるいは高融点金属のシリサ
イドを用いて陽極酸化によりソース・ドレイン配線１
２，２１の表面に陽極酸化層を形成することで製造工程
の増加を最小限度に押さえることが可能となる。携帯電
話等の小型画面サイズでは膜厚０．３μm程度のＴａ単
層が最適であろう。ソース・ドレイン配線１２，２１を
積層する場合には、すなわちソース・ドレイン配線材に
低抵抗が要求される場合には、耐熱金属層と陽極酸化可
能な金属層との積層を推奨する。具体的には耐熱金属層
には膜厚０．１μm程度のＴｉ，Ｔａや高融点金属のシ
リサイドが挙げられ、陽極酸化可能な金属層としては膜
厚０．３μm程度の低抵抗のＡlまたはＡl合金を用いる
と良い。
【０１２８】ソース・ドレイン配線１２，２１の形成
後、ＳＰＴ等の真空製膜装置を用いて膜厚０．１～０．
２μm程度の透明導電層として例えばＩＴＯを被着し、
ＩＴＯの還元処理を高める処理または製膜時に還元性が
強まるようにＰＣＶＤ装置を用いて透明絶縁層となるＳ
ｉＮｘ（シリコン窒化）層を、例えば０．３μm程度の
膜厚で順次被着して３６とし、図１４（ｅ）に示したよ
うに微細加工技術によりドレイン配線２１を含んでその
上に透明絶縁層３６’を有する絵素電極２２と信号線１
２上に信号線の電極端子５’とを選択的に形成する。こ
の時、絵素電極２２の一部を前段の走査線１１上に重ね
て形成することで蓄積容量１５を構成している。また開
口部６１または電極端子６を含んでその上に透明絶縁層
３６’を有する走査線の電極端子６’を形成することも
可能であるが、走査線１１と信号線１２との材質の差に
よる電気化学的な副作用を回避するためには、一旦開口
部６１を信号線材である６で覆い、電極端子６を覆うよ
うに透明導電層よりなる電極端子６’を形成することが
無難である。
【０１２９】そして、光を照射しながら図１４（ｆ）に
示したようにソース・ドレイン配線１２，２１を陽極酸
化して酸化層である５酸化タンタル（Ta2O5）６８また
はアルミナ（Al2O3）６９等を形成するとともにソース
・ドレイン配線１２，２１間に露出している不純物を含
む第２の非晶質シリコン層３３’と不純物を含まない第
１の非晶質シリコン層３１の’一部を陽極酸化して絶縁
層である酸化シリコン層（SiO2）６６，６７を形成す
る。
【０１３０】基板内選択的電気化学処理装置を用いる
か、適当なマスク材で電極端子５を陽極酸化から保護す
るのであれば、得られたアクティブ基板２とカラーフィ
ルタ９とを対向させて液晶パネル化し、電極端子６上と
電極端子５上とに駆動用の半導体集積回路チップ３をＣ
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ＯＧ実装、またはＴＣＰフィルム４を実装して本発明の
第７の実施形態による微反射型の液晶表示装置が得られ
る。
【０１３１】そうでない場合には、得られたアクティブ
基板２とカラーフィルタ９とを対向させて液晶パネル化
し、画像表示部外の透明導電層よりなる電極端子５’
（と電極端子６’）上の透明絶縁層３６’を弗素系プラ
ズマ処理によりカラーフィルタ９をマスクとして選択的
に除去する。この時ゲート絶縁層３０も弗素系プラズマ
処理により膜減りし、極端な場合には消失して走査線１
１も露出してしまうこともあるので後続の実装工程では
これらを考慮した保護樹脂の塗布等の対策が必要とな
る。弗素系プラズマ処理により電極端子６の膜減りが生
じるようならば透明導電性の電極端子６’を選択するこ
とに何ら支障はないことは明らかである。こうすると電
極端子５’と電極端子６’とを透明導電層よりなる接続
線８０で接続できるので有効な静電気対策とすることが
できる。この後、電極端子６または電極端子６’上と電
極端子５’上とに駆動用の半導体集積回路チップ３をＣ
ＯＧ実装、またはＴＣＰフィルム４を実装して本発明の
第７の実施形態による微反射型の液晶表示装置が得られ
る。
【０１３２】（第８の実施形態）以上に記載した表示装
置用基板においてはチャネル上に当初から保護絶縁層を
有する絶縁ゲート型トランジスタ（エッチストップ型）
を用いて液晶表示装置を構成した場合には、信号線（と
ドレイン配線）を選択的に絶縁化するパシベーション技
術を適用する必要であり、チャネル上が露出している絶
縁ゲート型トランジスタ（チャネルエッチ型類似）を用
いて液晶表示装置を構成した場合には、信号線（とドレ
イン配線）に加えてチャネル表面も絶縁化するパシベー
ション技術を適用する必要である。一般的なパシベーシ
ョン絶縁層を用いることによりこれらの制約を回避する
デバイスとプロセスを第８の実施形態として図１５と図
１６を参照しながら説明する。図１５は第８の実施形態
によるアクティブ基板の単位絵素の平面図で、同図のＡ
－Ａ’線とＢ－Ｂ’線上の断面図を図１６に示し、その
製造工程を以下に説明する。
【０１３３】先ず、図１６（ａ）に示したようにガラス
基板２の一主面上に、ＳＰＴ（スパッタ）等の真空製膜
装置を用いて膜厚０．１～０．３μm程度の耐熱金属層
を被着し、微細加工技術により絶縁ゲート型トランジス
タのゲート電極も兼ねる走査線１１と蓄積容量線１６と
を選択的に形成する。
【０１３４】次に、ガラス基板２の全面にＰＣＶＤ装置
を用いてゲート絶縁層となるＳｉＮｘ（シリコン窒化）
層、絶縁ゲート型トランジスタのチャネルとなる不純物
をほとんど含まない第１の非晶質シリコン層、及び絶縁
ゲート型トランジスタのソース・ドレインとなる不純物
を含む第２の非晶質シリコン層と３種類の薄膜層を、例
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えば０．３－０．２－０．０５μm程度の膜厚で順次被
着して３０，３１，３３とし、微細加工技術により図１
６（ｂ）に示したようにゲート１１電極上にゲート１１
電極よりも幅太く第１と第２の非晶質シリコン層よりな
る半導体層を島状３１’，３３’に残してゲート絶縁層
３０を露出する。
【０１３５】続いて、ＳＰＴ等の真空製膜装置を用いて
膜厚０．２μm程度の耐熱金属層として例えばＴｉ，Ｃ
ｒ，Ｔａ，Ｍｏ等あるいはこれらの合金よりなる薄膜層
３４を被着し、図１６（ｃ）に示したように微細加工技
術によりゲート電極１１と一部重なって絶縁ゲート型ト
ランジスタのドレイン配線２１と信号線も兼ねるソース
配線１２とを選択的に形成する。この選択的パターン形
成は、ソース・ドレイン配線１２，２１の形成に用いら
れる感光性樹脂パターンをマスクとして例えばＴｉ薄膜
層３４、第２の非晶質シリコン層３３'及び第１の非晶
質シリコン層３１'を順次食刻し、第１の非晶質シリコ
ン層３１'は０．０５～０．１μm程度残して食刻するこ
とによりなされるのでチェネルエッチ型と称される。
【０１３６】この時、図１５に示したようにドレイン配
線２１を蓄積容量線１６上に重ねて蓄積容量１５も同時
に形成する。
【０１３７】上記感光性樹脂パターンを除去した後、絶
縁ゲート型トランジスタのチャネル３１’上の汚染や界
面準位の発生防止のため、ゲート絶縁層３０と同様にＰ
ＣＶＤ装置を用いて０．３μm程度の膜厚のシリコン窒
化層（ＳｉＮｘ）を被着してパシベーション絶縁層３７
とし、図１６（ｄ）に示したように微細加工技術により
画像表示部外の走査線１１上に開口部６１と、信号線１
２上に開口部６２と、ドレイン配線２１上に開口部６４
とを形成し、開口部６１内ではパシベーション絶縁層と
ゲート絶縁層とを、開口部６２と６４内ではパシベーシ
ョン絶縁層を選択的に除去してドレイン配線２１の一部
と走査線１１と信号線１２の大部分を露出し、後者の２
つは夫々走査線と信号線の電極端子６，５とすることも
できる。引き続き、第４、第５及び第７の実施形態と同
様にＳＰＴ等の真空製膜装置を用いて膜厚０．１～０．
２μm程度の透明導電層として例えばＩＴＯを被着し、
ＩＴＯの還元処理を高める処理または製膜時に還元性が
強まるようにＰＣＶＤ装置を用いて透明絶縁層となるＳ
ｉＮｘ（シリコン窒化）層を、例えば０．３μm程度の
膜厚で順次被着して３６とした後、図１５と図１６
（ｅ）に示したように微細加工技術によりドレイン配線
２１上の開口部６４を含んでその上に透明絶縁層３６’
を有する絵素電極２２を選択的に形成する。この時、走
査線１１上の開口部６１と信号線１２上の開口部６２を
含んで夫々その上に透明絶縁層３６’を有する電極端子
６’と電極端子５’とを形成することもできる。こうす
ると透明導電層よりなる接続線８０で電極端子５’と電
極端子６’とを接続することができて静電気対策として
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有効であり、この接続線８０は実装工程の前であればガ
ラス基板２の切断または割断時に、実装工程の後であれ
ばレーザ等高エネルギ線の蒸散または液晶パネルの面取
工程で削り落とすことにより走査線１１と信号線１２を
一本ずつ独立させることができるが、詳細な説明は省略
する。
【０１３８】このようにして得られたアクティブ基板２
とカラーフィルタ９とを対向させて液晶パネル化し、電
極端子６上と電極端子５上とに駆動用の半導体集積回路
チップ３をＣＯＧ実装、またはＴＣＰフィルム４を実装
して本発明の第６の実施形態による微反射型の液晶表示
装置が得られる。
【０１３９】あるいは電極端子の構成に透明導電層より
なる電極端子５’，６’を選択して得られたアクティブ
基板２とカラーフィルタ９とを対向させて液晶パネル化
し、画像表示部外の電極端子５’と電極端子６’上の透
明絶縁層３６’を弗素系プラズマ処理によりカラーフィ
ルタ９をマスクとして選択的に除去して露出した電極端
子５’と電極端子６’上に駆動用の半導体集積回路チッ
プ３をＣＯＧ実装、またはＴＣＰフィルム４を実装して
微反射型の液晶表示装置を得ても良い。この場合には電
極端子５’と電極端子６’間を透明導電層８０で接続し
ておくことができるので先述したように有効な静電気対
策が得られる利点が生じる。
【０１４０】なお、第８の実施形態ではパシベーション
絶縁層３７の形成工程があるので、絶縁ゲート型トラン
ジスタにはチャネル・エッチ型のものを採用して説明し
たが、チャネル上に当初から保護絶縁層を有するエッチ
・ストップ型のものを用いても何ら支障は無く、例えば
走査線形成工程、保護絶縁層形成工程、ソース・ドレイ
ン配線形成工程、パシベーション絶縁層形成工程とそれ
に続く開口部形成工程、及び絵素電極形成工程と５回の
写真食刻工程でアクティブ基板を形成することができ
る。さらにパシベーション絶縁層３７に耐熱性が高い感
光性アクリル樹脂を２μｍ以上の厚みで積層してアクテ
ィブ基板２を平坦化して配向処理の品質を上げて表示画
質の改善を図っても良いし、絵素電極２２を走査線１１
や信号線１２と一部重なって大きな絵素電極として開口
率を高めても良い。チャネル上に当初から保護絶縁層を
有するエッチ・ストップ型を採用した場合にはパシベー
ション絶縁層３７をシリコン窒化層（ＳｉＮｘ）でなく
感光性アクリル樹脂で構成しても何ら支障無く、感光性
アクリル樹脂による平坦化が容易である。
【０１４１】（第９の実施形態）第１～第８の実施形態
で記載した表示装置用基板においては絶縁ゲート型トラ
ンジスタの半導体材料として非晶質シリコンまたは微結
晶シリコンあるいはこれらの混晶体を用いた場合につい
て説明してきたが、既に述べているように耐熱性が高々
３００℃程度なので、透明導電層の還元処理は必ずしも
効率的に行えるものではない。そこで以下の実施例では
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通称、低温ポリシリコンを半導体材料とする耐熱性の高
い絶縁ゲート型トランジスタを用いて表示装置用基板を
得るデバイスとプロセスを第９～第１４の実施形態とし
て説明する。第９の実施形態として図１７と図１８を参
照しながら説明する。図１７は第９の実施形態によるア
クティブ基板の単位絵素の平面図で、同図のＡ－Ａ’線
とＢ－Ｂ’線上の断面図を図１８に示し、その製造工程
を以下に説明する。
【０１４２】低温ポリシリコンを半導体層とするアクテ
ィブ基板の製造にあたり、透明性と耐熱性と耐薬品性に
加えて熱収縮性の優れた透明絶縁基板である板厚０．５
～１．１ｍｍのガラス基板２として例えば数１０時間に
及ぶ長時間の熱処理（アニール）を施したコーニング社
製の商品名１７３７の一主面上に図示はしないがアルカ
リ阻止層として膜厚 0.3μｍ程度の酸化シリコン（SiO
2）あるいは窒化シリコン（SiNx）またはそれらの積層
を被着する。その後ＰＣＶＤ装置を用いて膜厚 0.05μ
ｍ程度の非晶質シリコン層または微結晶シリコン層ある
いはこれらの混結体を被着し、３００℃以上に加熱して
含有水素を低減させた後、エキシマ・レーザを照射して
前記非晶質シリコン層等を結晶化させる。もちろん含有
水素の殆ど無い、例えばシリコンをターゲットとするス
パッタ等の他の手段で非晶質シリコンまたは微結晶シリ
コンさらには多結晶あるいはこれらの混晶体を製膜して
からエキシマ・レーザを照射しても良い。シリコンの結
晶化を促進し、結晶粒を大きく成長させる工程がエキシ
マ・レーザの照射工程である。そして図１８（ａ）に示
したように結晶化された、通称低温ポリシリコンを微細
加工技術により選択的に食刻してガラス基板２上に島状
１００に残す。
【０１４３】次に、ＣＶＤまたはＴＥＯＳ－ＰＣＶＤ等
の製膜装置を用いて基板加熱温度４００～５００℃（低
温と呼称される所以である）程度でゲート絶縁層３０と
なる膜厚0.1 μｍ程度の SiO2 とゲート電極となる第１
の金属層として耐熱性の高い、例えば膜厚0.2 μｍ程度
のＭｏＷ合金等を全面に被着した後、図１８（ｂ）に示
したように走査線１１と蓄積容量線１６のパターンに対
応してゲート金属層であるＭｏＷとゲート絶縁層である
SiO2 とを選択的に除去して低温ポリシリコン１００を
露出する。ゲート絶縁層３０は必ずしも除去する必要は
無いが、不純物の注入または照射の観点では不純物の加
速電圧が低くて良いことから通常は除去される。
【０１４４】続いて、図示はしないがゲート電極１１を
マスクとしてイオン注入またはイオン照射により不純物
として燐（Ｐ）あるいは硼素（Ｂ）を低温ポリシリコン
１００に注入して絶縁ゲート型トランジスタのソース・
ドレイン１０１，１０２を形成する。
【０１４５】不純物として燐を注入して得られるＮ型の
絶縁ゲート型トランジスタではキャリアである電子が高
電界で劣化する現象（ホット・キャリア効果）が生じ易
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いので、ゲート電極１１下の半導体層（チャネル）とソ
ース・ドレイン１０１，１０２との間に不純物の少ない
あるいは不純物の無い領域を形成する必要があり、これ
らの技術はＬＤＤ（Lightly-Doped-Drain）構造あるい
はオフセット構造とも呼称される。そのためには例え
ば、図１８（ｂ）に示した状態でアクティブ基板２の全
面に燐を微量（ソース・ドレイン注入量の少なくとも１
０％以下）のイオン注入またはイオン照射を行い、その
後ゲート電極１１とゲート電極１１の両側を１～３μｍ
程度除いて感光性樹脂で覆い所定の濃度の燐を低温ポリ
シリコン１００に注入する等、適当なマスク材を用いて
不純物の注入を制御する工程が必要である。あるいはゲ
ート電極１１の形成工程に工夫をして燐のソース・ドレ
イン注入時にゲート電極１１に接する両側の領域の不純
物濃度が低くなるような技術が必要であるが、ここでは
詳細な説明は省略する。
【０１４６】ソース・ドレイン１０１，１０２の形成
後、図１８（ｃ）に示したように層間絶縁層５０として
例えば膜厚0.3μｍ程度の酸化シリコンSiO2を先述した
製法で被着し、微細加工技術によりソース・ドレイン１
０１，１０２上に一対の開口部１０３，１０４を形成
し、開口部内の層間絶縁層を選択的に除去する。また、
同時に画像表示部外の領域で走査線１１上に開口部６１
も形成して走査線１１の一部を露出する。
【０１４７】引き続き、図１８（ｄ）に示したようにソ
ース・ドレイン配線材として例えば膜厚0.3μｍ程度の
Ｔｉ，Ｔａ，Ｃｒ等の耐熱金属あるいはこれらの合金よ
りなる薄膜をスパッタ等の製膜装置を用いて被着した
後、微細加工技術により一対の開口部１０３，１０４を
含んで層間絶縁層５０上にソース（信号線）・ドレイン
配線１２，２１を形成する。この時、同時に画像表示部
外で開口部６１内の露出している走査線１１を含んで前
記耐熱金属薄膜よりなる電極端子６を形成しても良い。
同じく、画像表示部外で信号線１２の一部を電極端子５
としても良い。ソース・ドレイン配線１２，２１を積層
する場合には、すなわちソース・ドレイン配線の低抵抗
が必要な場合には耐熱金属層と低抵抗の金属層との積層
を推奨する。具体的には耐熱金属層には膜厚０．１μm
程度Ｔｉ，Ｔａ，シリサイドが挙げられ、低抵抗の金属
層としては膜厚０．３μm程度のＡlを用いると良い。Ａ
lを用いてソース・ドレイン配線１２，２１を積層してド
レイン配線１２，２１上に透明導電層よりなる絵素電極
２２を形成しても後述するようにソース・ドレイン配線
１２，２１上はパシベーション絶縁層３７で覆われてお
り、しかも絵素電極２２上は透明絶縁層３６’で覆われ
ているので、アルカリ性の現像液や剥離液を用いた化学
処理においてＡlと透明導電層（ＩＴＯ）よりなる絵素
電極２２とが電池作用で腐食することは回避されてい
る。
【０１４８】この後はアクティブ基板２のパシベーショ
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ン形成が必要であり、図１８（ｅ）に示したように走査
線の電極端子６上と信号線の電極端子５上とドレイン配
線２１上とに夫々開口部６１’，６２，６４を有するパ
シベーション絶縁層３７としてＰＣＶＤ装置を用いて膜
厚0.3μｍ程度のシリコン窒化層（ＳｉＮｘ）を形成す
る。なおパシベーション絶縁層３７として透明性が高
く、かつ耐熱性のある感光性アクリル樹脂、例えば日本
合成ゴム製の商品名オプトマーＰＣ３０２を採用して１
μｍ以上厚く形成し、アクティブ基板２の表面を平坦化
することも可能である。
【０１４９】引き続き、第４、第５、第７及び第８の実
施形態と同様にＳＰＴ等の真空製膜装置を用いて膜厚
０．１～０．２μm程度の透明導電層として例えばＩＴ
Ｏを被着し、ＩＴＯの還元処理を高める処理または製膜
時に還元性が強まるようにＰＣＶＤ装置を用いて透明絶
縁層となるＳｉＮｘ（シリコン窒化）層を、例えば０．
３μm程度の膜厚で順次被着して３６とした後、図１８
（ｆ）に示したように微細加工技術によりドレイン配線
２１上の開口部６４を含んでその上に透明絶縁層３６’
を有する絵素電極２２を選択的に形成する。電極端子と
して開口部６１’内の電極端子６と開口部６２内の電極
端子５を選択することもできるし、あるいは信号線１１
上の開口部６１’と信号線１２上の開口部６２を含んで
夫々その上に透明絶縁層３６’を有する電極端子６’と
電極端子５’を形成すると有効な静電気対策が得られる
ことは既に述べた通りである。
【０１５０】第９の実施形態では絶縁ゲート型トランジ
スタの耐熱性が高いので、透明絶縁層となるＳｉＮｘ
（シリコン窒化）層３６の製膜に当たりガラス基板２の
加熱温度を３００℃以上にしても絶縁ゲート型トランジ
スタの電気的な特性の劣化が生じない。そのため第１～
第３及び第６の実施形態と同等以上に還元力を強めたプ
ラズマ製膜が可能となり、水素ガスを大量に添加する結
果ＳｉＮｘ（シリコン窒化）層３６の製膜速度が低下し
たり、あるいは（シリコン窒化）層３６の製膜前に長時
間の水素プラズマ処理を必要とする等、生産性を低下さ
せることが小さくて済む。また、透明導電層の表面を還
元するだけの機能を要求されるだけなので第１～第３及
び第６の実施形態におけるゲート絶縁層３０程の精密な
膜質を要求されないことも製造管理を容易にしてくれ
る。
【０１５１】このようにして得られたアクティブ基板２
とカラーフィルタ９とを対向させて液晶パネル化し、電
極端子６上と電極端子５上とに駆動用の半導体集積回路
チップ３をＣＯＧ実装、またはＴＣＰフィルム４を実装
して本発明の第９の実施形態による微反射型の液晶表示
装置が得られる。
【０１５２】あるいは電極端子の構成に透明導電層より
なる電極端子５’と電極端子６’を選択して得られたア
クティブ基板２とカラーフィルタ９とを対向させて液晶
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パネル化し、画像表示部外の電極端子５’と電極端子
６’上の透明絶縁層３６’を弗素系プラズマ処理により
カラーフィルタ９をマスクとして選択的に除去し、電極
端子５’と電極端子６’上に駆動用の半導体集積回路チ
ップ３をＣＯＧ実装、またはＴＣＰフィルム４を実装し
て微反射型の液晶表示装置を得ても良い。ただし、パシ
ベーション絶縁層３７としてシリコン窒化層（ＳｉＮ
ｘ）を用いた場合には過食刻により画像表示部外の信号
線１２上のパシベーション絶縁層が消失して信号線１２
が露出する事もあるので、実装工程では信号線１２を保
護するための適当な樹脂の使用が必要である。
【０１５３】蓄積容量１５の構成に関しては、走査線１
１と同時に形成される蓄積容量線１６とドレイン配線２
１とが層間絶縁層５０を介して構成している例を図１７
に例示しているが、蓄積容量１５の構成はこれに限られ
るものではなく、絵素電極２２と走査線１１とが走査線
１１上に形成された層間絶縁層５０やパシベーション絶
縁層３７とを介して構成するように蓄積電極５５を導入
しても良い。ただし、パシベーション絶縁層３７に厚い
透明性の平坦化樹脂層を用いた場合には蓄積容量値を大
きくすることが困難なので、例えば走査線１１上に形成
された層間絶縁層５０上に蓄積電極５５を形成し、絵素
電極２２と蓄積電極５５とを接続して蓄積容量１５とす
る等一考を要し、その他の構成も可能であるが詳細な説
明は省略する。
【０１５４】第９の実施形態は以上の説明からも明らか
なように、その表面を還元された透明導電性の絵素電極
２２と絵素電極２２上の透明絶縁層３６’の形成工程は
最終工程であり、その前段階、すなわち絶縁ゲート型ト
ランジスタ形成工程と走査線形成工程と信号線形成工程
はその構成や製造方法の如何によらず、ドレイン配線２
１上に開口部６４を有するパシベーション絶縁層３７形
成工程とその後に続くその上に透明絶縁層３６’を有す
る透明導電性の絵素電極２２の形成工程とが発明のポイ
ントであり、第９の実施形態で記載した絶縁ゲート型ト
ランジスタ形成工程と走査線形成工程と信号線形成工程
とは異なる液晶表示装置または表示装置用基板の構成や
製造方法であっても本発明に含まれることは明白であ
る。
【０１５５】（第１０の実施形態）第９の実施形態では
パシベーション絶縁層を採用したが、信号線１２とドレ
イン配線２１（と蓄積電極５５）のパシベーション形成
には他の手法を用いることも可能であり、それを第１０
～１２の実施形態として説明する。パシベーション絶縁
層の形成が不要であるとパシベーション絶縁層への開口
部形成工程も不要となり製造工程の削減も同時に実現す
る。図１９は第１０の実施形態によるアクティブ基板の
単位絵素の平面図で、同図のＡ－Ａ’線とＢ－Ｂ’線上
の断面図を図２０に示し、その製造工程を以下に説明す
る。
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【０１５６】先ず図示はしないがガラス基板２として例
えば数１０時間に及ぶ長時間の熱処理を施したコーニン
グ社製の商品名１７３７の一主面上にアルカリ阻止層と
して膜厚 0.3μｍ程度の酸化シリコン（SiO2）あるいは
窒化シリコン（SiNx）またはそれらの積層を被着する。
その後ＰＣＶＤ（装置を用いて膜厚 0.05μｍ程度の非
単結晶シリコン層を被着し、３００℃以上に加熱して含
有水素を低減させた後、エキシマ・レーザを照射して前
記非単結晶シリコン層を結晶化させる。そして図２０
（ａ）に示したように結晶化された、通称低温ポリシリ
コンを微細加工技術により選択的に食刻してガラス基板
２上に島状１００に残す。
【０１５７】次に、ＣＶＤまたはＴＥＯＳ－ＰＣＶＤ等
の製膜装置を用いて基板加熱温度４００～５００℃程度
でゲート絶縁層３０’となる膜厚0.1 μｍ程度の SiO2
とゲート電極となる第１の金属層として耐熱性の高い、
例えば膜厚0.2 μｍ程度のＭｏＷ合金等を全面に被着し
た後、図２０（ｂ）に示したように走査線パターンに対
応してゲート金属層であるＭｏＷとゲート絶縁層である
SiO2  とを選択的に除去して低温ポリシリコン１００を
露出する。
【０１５８】続いて、図示はしないがゲート電極１１を
マスクとしてイオン注入またはイオン照射により不純物
として燐あるいは硼素を低温ポリシリコン１００に注入
して絶縁ゲート型トランジスタのソース・ドレイン１０
１，１０２を形成する。なおここではＬＤＤ（Lightly-
Doped-Drain）構造あるいはオフセット構造を付与する
ための製造工程については説明を省略する。
【０１５９】ソース・ドレイン１０１，１０２の形成
後、ＳＰＴ等の真空製膜装置を用いて膜厚０．１～０．
２μm程度の透明導電層として例えばＩＴＯを被着し、
図２０（ｃ）に示したように微細加工技術により絵素電
極２２（と信号線１２の電極端子５’）を選択的に形成
する。
【０１６０】続いて、層間絶縁層の製膜前に水素プラズ
マ処理を行うか、あるいは層間絶縁層の製膜時に還元性
を強めるためには材料ガスに水素を添加する等の手段を
講じ、ガラス基板２の全面にＰＣＶＤ（プラズマ・シー
ブイディ）装置を用いて層間絶縁層となるＳｉＮｘ（シ
リコン窒化）層を、例えば０．３μm程度の膜厚で被着
して５０とし、図２０（ｄ）に示したように微細加工技
術によりソース・ドレイン１０１，１０２上に一対の開
口部１０３，１０４を形成して層間絶縁層を選択的に除
去する。また、同時に画像表示部外の領域で走査線１１
上に開口部６１（と電極端子５’上に開口部６２，６
２’と）を形成して走査線１１の一部（と電極端子５’
の大部分）を露出するとともに、絵素電極２２上に開口
部６３を形成して絵素電極２２の一部も露出する。
【０１６１】引き続き、図２０（ｅ）に示したようにＳ
ＰＴ等の真空製膜装置を用いて膜厚０．３μm程度の陽
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極酸化可能な耐熱金属層よりなる薄膜層３４を被着した
後、微細加工技術により開口部６３と一対の開口部１０
３，１０４を含んで層間絶縁層５０上にソース（信号
線）・ドレイン配線１２，２１を形成する。この時、同
時に画像表示部外で開口部６１内の露出している走査線
１１を含んで前記耐熱金属薄膜よりなる電極端子６を形
成しても良い。同じく、画像表示部外で信号線１２の一
部を電極端子５としても良い。あるいは電極端子５’上
の開口部６２’を含んで信号線１２と電極端子５’とを
接続しても良い。また、ここでも先述したように蓄積容
量線１６上にドレイン配線２１を重ねて蓄積容量１５を
形成している。
【０１６２】この後はアクティブ基板２のパシベーショ
ン形成が必要であり、陽極酸化可能な耐熱金属層よりな
る薄膜層３４としてはＴａまたはＴａとＭｏ，Ｗ，Ｃ
ｒ，Ｔｉ等の高融点金属との合金、あるいは高融点金属
のシリサイドを用いて陽極酸化によりソース・ドレイン
配線１２，２１の表面に陽極酸化層を形成することで製
造工程の増加を最小限度に押さえることが可能となる。
ソース・ドレイン配線１２，２１を積層する場合には耐
熱金属と陽極酸化可能な金属層との積層を推奨する。具
体的には耐熱金属層には膜厚０．１μm程度のＴｉ，Ｔ
ａや高融点金属のシリサイドが挙げられ、陽極酸化可能
な金属層としては膜厚０．３μm程度の低抵抗のＡlまた
はＡl合金が用いられるが、携帯電話等の小型画面サイ
ズでは膜厚０．３μm程度のＴａ単層が最適であろう。
【０１６３】エチレングリコール等の化成液を用いて光
を照射しながらソース・ドレイン配線１２，２１を陽極
酸化して図２０（ｆ）に示したように酸化層である５酸
化タンタル（Ｔａ２Ｏ５）６８あるいは酸化アルミニウ
ム６９（Ａｌ２Ｏ３）を形成する。絵素電極２２上には
層間絶縁層５０が存在するので絵素電極２２が陽極酸化
の影響を受けて電気的にも光学的にも変化する恐れは皆
無で、また走査線１１の電極端子６上は同じくゲート絶
縁層３０によって絶縁分離され電気的にフローティング
（中立）しているので陽極酸化層が形成されることはな
い。
【０１６４】基板内選択的電気化学処理装置を用いる
か、適当なマスク材で電極端子５を陽極酸化から保護す
るのであれば、得られたアクティブ基板２とカラーフィ
ルタ９とを対向させて液晶パネル化し、電極端子６上と
電極端子５上とに駆動用の半導体集積回路チップ３をＣ
ＯＧ実装、またはＴＣＰフィルム４を実装して本発明の
第１０の実施形態による微反射型の液晶表示装置が得ら
れる。
【０１６５】そうでない場合には信号線の電極端子に透
明導電層よりなる電極端子５’を選択して得られたアク
ティブ基板２とカラーフィルタ９とを対向させて液晶パ
ネル化し、電極端子６上と電極端子５’上とに駆動用の
半導体集積回路チップ３をＣＯＧ実装、またはＴＣＰフ
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ィルム４を実装して本発明の第１０の実施形態による微
反射型の液晶表示装置が得られる。
【０１６６】（第１１の実施形態）信号線１２とドレイ
ン配線２１のパシベーション形成には他の手法を用いる
ことも可能であり、それを第１１の実施形態として図２
１と図２２を参照しながら説明する。図２１は第１１の
実施形態によるアクティブ基板の単位絵素の平面図で、
同図のＡ－Ａ’線とＢ－Ｂ’線上の断面図を図２２に示
し、その製造工程を以下に説明する。
【０１６７】層間絶縁層５０への開口部形成までは第１
０の実施形態と同一の製造工程を進行し、その後、図２
２（ｅ）に示したようにＳＰＴ等の真空製膜装置を用い
て膜厚０．２μm程度の耐熱金属層として例えばＴｉ，
Ｃｒ，Ｔａ，Ｍｏ等の耐熱金属よりなる薄膜層３４を被
着し、微細加工技術により開口部６３と一対の開口部１
０３，１０４を含んで層間絶縁層５０上にソース（信号
線）・ドレイン配線１２，２１を形成する。この時、同
時に画像表示部外で開口部６１内の露出している走査線
１１を含んで前記耐熱金属薄膜よりなる電極端子６を形
成しても良い。同じく、画像表示部外で信号線１２の一
部を電極端子５としても良い。あるいは電極端子５’上
の開口部６２’を含んで信号線１２と電極端子５’とを
接続しても良い。なお、ここでも耐熱金属薄膜３４は陽
極酸化可能である必要性は無い。
【０１６８】そしてソース・ドレイン配線１２，２１上
に選択的に絶縁層を形成するため電着による有機絶縁層
の形成を採用する。ポリアミック酸塩を０．０１％程度
含む溶液を電着液とし、信号線１２に＋（プラス）電位
を与えて電着を行えば、図２２（ｆ）に示したように電
着電圧は数Ｖ程度でソース・ドレイン配線１２，２１上
に０．３μｍ程度の厚みを有するポリイミド層７２を形
成し、しかるべき加熱処理を施す。
【０１６９】信号線１２の電着に当たって留意すべき事
項は、陽極酸化の場合と同様にまず光を照射しながら電
着を実施する必要があり、これによって絶縁ゲート型ト
ランジスタのチャネルの抵抗値が下がり、ドレイン配線
２１上にも信号線１２と同等の膜厚を有する有機絶縁層
を形成することが可能となるからである。次に、全ての
信号線１２は電気的に並列または直列に形成されている
必要があり、後に続く製造工程の何処かでこの直並列を
解除しないとアクティブ基板２の電気検査のみならず液
晶表示装置としての実動作に支障があることは言うまで
もないだろう。また絵素電極２２上には層間絶縁層５０
が存在するので絵素電極２２上に有機絶縁層が形成され
ることはなく、さらに走査線１１の電極端子６上は同じ
く層間絶縁層５０によって絶縁分離され電気的にフロー
ティング（中立）しているので有機絶縁層が形成される
ことはない。信号線１２の電極端子は信号線１２の先端
部に形成した電極端子５であっても、あるいは透明導電
層よりなる電極端子５’であっても電着によって有機絶
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縁層が形成されるので、開口部６２内の電極端子５’の
表面抵抗値が変化する恐れは皆無である。
【０１７０】このようにして得られたアクティブ基板２
とカラーフィルタ９とを対向させて液晶パネル化し、画
像表示部外の信号線１２と電極端子５または透明導電層
よりなる電極端子５’上の有機絶縁層７２を酸素プラズ
マ処理またはＵＶ－Ｏ３処理（紫外線照射によるオゾン
発生）あるいはオゾン水処理等によりカラーフィルタ９
をマスクとして選択的に除去する。そして電極端子６上
と電極端子５または電極端子５’上とに駆動用の半導体
集積回路チップ３をＣＯＧ実装、またはＴＣＰフィルム
４を実装して本発明の第１１の実施形態による微反射型
の液晶表示装置が得られる。
【０１７１】（第１２の実施形態）信号線１２とドレイ
ン配線２１のパシベーション形成には陽極酸化と電着に
よる絶縁層の形成以外にも他の手法を用いることも可能
であり、それを第１２の実施形態として図２３と図２４
を参照しながら説明する。図２３は第１２の実施形態に
よるアクティブ基板の単位絵素の平面図で、同図のＡ－
Ａ’線とＢ－Ｂ’線上の断面図を図２４に示し、その製
造工程を以下に説明する。
【０１７２】層間絶縁層５０への開口部形成までは第１
０の実施形態と同一の製造工程を進行し、その後、図２
４（ａ）に示したようにＳＰＴ等の真空製膜装置を用い
て膜厚０．２μm程度の耐熱金属層として例えばＴｉ，
Ｃｒ，Ｔａ，Ｍｏ等の耐熱金属よりなる薄膜層３４を被
着し、微細加工技術により開口部６３と一対の開口部１
０３，１０４を含んで層間絶縁層５０上にソース（信号
線）・ドレイン配線１２，２１を形成する。この時、同
時に画像表示部外で開口部６１内の露出している走査線
１１を含んで前記耐熱金属薄膜よりなる電極端子６を形
成しても良い。同じく、画像表示部外で信号線１２の一
部を電極端子５としても良い。あるいは電極端子５’上
の開口部６２’を含んで信号線１２と電極端子５’とを
接続しても良い。第１２の実施形態ではこの微細加工技
術に耐熱性感光性樹脂、例えば感光性ポリイミド樹脂ま
たは感光性アクリル樹脂を用いてＴｉ薄膜層３４を順次
食刻し、そのまま残してアクティブ基板２の製造工程を
終える点が特徴である。感光性ポリイミド樹脂または感
光性アクリル樹脂７３の膜厚は１～２μｍで十分であ
る。
【０１７３】そして好ましくは絶縁ゲート型トランジス
タの耐熱性と液晶セルの信頼性が確保できる範囲内でで
きるだけ高い温度で加熱処理を施し、感光性ポリイミド
樹脂または感光性アクリル樹脂の絶縁特性を高めると同
時に図２４（ｂ）に示したようにこれらの樹脂７３を流
動化して７３’としてドレイン配線２１と信号線も兼ね
るソース配線１２の側面をも覆うようにすると信頼性が
更に向上する。低温ポリシリコンは非晶質シリコンと比
較すると耐熱性が高く、上記加熱処理温度を３００℃以
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上に設定しても絶縁ゲート型トランジスタの電気的な特
性が低下する恐れは無く、十分な絶縁特性を感光性ポリ
イミド樹脂または感光性アクリル樹脂７３’に付与する
ことが可能である。信号線１２の電極端子は信号線１２
の先端部に形成した電極端子５であれば感光性ポリイミ
ド樹脂または感光性アクリル樹脂７３’で覆われたまま
で、あるいは透明導電層よりなる電極端子５’を選択し
た場合には開口部６２内に露出した状態でアクティブ基
板２の製造工程を終えるので何れの場合でも信号線の電
極端子の表面抵抗値が変化する恐れは皆無である。この
ようにして得られたアクティブ基板２とカラーフィルタ
９とを対向させて液晶パネル化し、画像表示部外の信号
線１２と電極端子５と電極端子６上の感光性ポリイミド
樹脂または感光性アクリル樹脂７３’を酸素プラズマ処
理またはＵＶ－Ｏ３処理あるいはオゾン水処理等により
カラーフィルタ９をマスクとして選択的に除去する。そ
して電極端子６上と電極端子５または電極端子５’上と
に駆動用の半導体集積回路チップ３をＣＯＧ実装、また
はＴＣＰフィルム４を実装して本発明の第１２の実施形
態による微反射型の液晶表示装置が得られる。
【０１７４】（第１３の実施形態）第１１と第１２の実
施形態でもガラス基板２上に走査線１１と絵素電極２２
とが同時に存在するので、これらの電極を平面的に重ね
て蓄積容量を形成することが不可能である。また、走査
線１１と絵素電極２２との間でレジストパターン異常に
よる短絡も生じ易い。そこで第１３と第１４の実施形態
ではこれらの電極を異なったレイヤ上に形成することが
可能なデバイスとプロセスについて説明する。図２５は
第１３の実施形態によるアクティブ基板の単位絵素の平
面図で、同図のＡ－Ａ’線とＢ－Ｂ’線上の断面図を図
２６に示し、その製造工程を以下に説明する。
【０１７５】第１３の実施形態では図２６（ｄ）に示し
たソース・ドレイン配線１２．２１の形成までは第９の
実施形態と同一の製造工程を進行する。この時、走査線
１１上の開口部６１を含んで陽極酸化可能な耐熱金属薄
膜よりなる電極端子６を形成しても良く、後続の絵素電
極形成工程で透明導電性の電極端子６’を形成しても良
い。信号線の電極端子は信号線１２の先端部を電極端子
５とすることもできるが、基板内選択的電気化学処理装
置を用いない限り信号線１２の一部を電極端子５とする
ことはできないので、小型の液晶パネルでは後述の絵素
電極形成工程で信号線１２を含んで透明導電性の電極端
子５’を形成することを推奨する。
【０１７６】続いて、第４、第５及び第７の実施形態と
同様にＳＰＴ等の真空製膜装置を用いて膜厚０．１～
０．２μm程度の透明導電層として例えばＩＴＯを被着
し、ＩＴＯの還元処理を高める処理または製膜時に還元
性が強まるようにＰＣＶＤ装置を用いて透明絶縁層とな
るＳｉＮｘ（シリコン窒化）層を、例えば０．３μm程
度の膜厚で順次被着して３６とした後、図２６（ｅ）に
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示したように微細加工技術によりドレイン配線２１を含
んでその上に透明絶縁層３６’を有する絵素電極２２を
層間絶縁層５０上に選択的に形成する。この時、図２５
に示したように前段の走査線１１上に絵素電極２２を重
ねることで蓄積容量１５を構成している。また走査線１
１上の電極端子６と信号線１２を含んで夫々その上に透
明絶縁層３６’を有する電極端子６’と電極端子５’を
形成し、電極端子６’と電極端子５’との間を透明導電
層よりなる接続線８０で接続しておくと有効な静電気対
策が得られることは既に述べた通りである。
【０１７７】第１３の実施形態でも絶縁ゲート型トラン
ジスタの耐熱性が高いので、透明絶縁層となるＳｉＮｘ
（シリコン窒化）層３６の製膜に当たりガラス基板２の
加熱温度を３００℃以上にしても絶縁ゲート型トランジ
スタの電気的な特性の劣化が生じない。そのため還元力
を強めたプラズマ製膜が可能となり、水素ガスを大量に
添加する結果ＳｉＮｘ（シリコン窒化）層３６の製膜速
度が低下したり、あるいは（シリコン窒化）層３６の製
膜前に長時間の水素プラズマ処理を必要とする等、生産
性を低下させることが少ない。
【０１７８】その後はソース・ドレイン配線１２，２１
のパシベーション（絶縁化）形成が必要であり、陽極酸
化可能な耐熱金属層よりなる薄膜層３４としてはＴａま
たはＴａとＭｏ，Ｗ，Ｃｒ，Ｔｉ等の高融点金属との合
金、あるいは高融点金属のシリサイドを用いて陽極酸化
によりソース・ドレイン配線１２，２１の表面に陽極酸
化層を形成することで製造工程の増加を最小限度に押さ
えることが可能となる。携帯電話等の小型画面サイズで
は膜厚０．３μm程度のＴａ単層が最適であろう。ソー
ス・ドレイン配線１２，２１を積層する場合には、すな
わちソース・ドレイン配線材に低抵抗が要求される場合
には、耐熱金属層と陽極酸化可能な金属層との積層を推
奨する。具体的には耐熱金属層には膜厚０．１μm程度
のＴｉ，Ｔａや高融点金属のシリサイドが挙げられ、陽
極酸化可能な金属層としては膜厚０．３μm程度の低抵
抗のＡlまたはAl合金を用いると良い。
【０１７９】エチレングリコール等の化成液を用いて光
を照射しながら図２６（ｆ）に示したようにソース・ド
レイン配線１２，２１を陽極酸化して酸化層である５酸
化タンタル（Ｔａ２Ｏ５）６８あるいは酸化アルミニウ
ム６９（Ａｌ２Ｏ３）を形成する。絵素電極２２上には
透明絶縁層３６’が存在するので絵素電極２２が陽極酸
化の影響を受けて電気的にも光学的にも変化する恐れは
皆無で、その上に透明絶縁層３６’を有する電極端子
６’と電極端子５’も同様である。あるいは開口部６１
内に露出している走査線１１の電極端子６、または開口
部６１を含んでソース・ドレイン配線１２，２１と同時
に形成された走査線１１の電極端子６は同じくゲート絶
縁層３０によって絶縁分離され電気的にフローティング
（中立）しているので陽極酸化層が形成されることはな
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い。
【０１８０】基板内選択的電気化学処理装置を用いる
か、適当なマスク材で電極端子５を陽極酸化から保護す
るのであれば、得られたアクティブ基板２とカラーフィ
ルタ９とを対向させて液晶パネル化し、電極端子６上と
電極端子５上とに駆動用の半導体集積回路チップ３をＣ
ＯＧ実装、またはＴＣＰフィルム４を実装して本発明の
第１３の実施形態による微反射型の液晶表示装置が得ら
れる。
【０１８１】そうでない場合には電極端子の構成に透明
導電層よりなる電極端子５’，６’を選択して得られた
アクティブ基板２とカラーフィルタ９とを対向させて液
晶パネル化し、画像表示部外の電極端子５’と電極端子
６’上の透明絶縁層３６’を弗素系プラズマ処理により
カラーフィルタ９をマスクとして選択的に除去し、電極
端子５’と電極端子６’上に駆動用の半導体集積回路チ
ップ３をＣＯＧ実装、またはＴＣＰフィルム４を実装し
て本発明の第１３の実施形態による微反射型の液晶表示
装置が得られる。
【０１８２】（第１４の実施形態）信号線１２とドレイ
ン配線２１のパシベーション形成には他の手法を用いる
ことも可能であり、それを第１４の実施形態として図２
７と図２８を参照しながら説明する。図２７は第１４の
実施形態によるアクティブ基板の単位絵素の平面図で、
同図のＡ－Ａ’線とＢ－Ｂ’線上の断面図を図２８に示
し、その製造工程を以下に説明する。
【０１８３】第１４の実施形態では図２６（ｄ）に示し
たソース・ドレイン配線１２．２１の形成までは第１３
の実施形態と同一の製造工程である。この時、同時に画
像表示部外で開口部６１内の露出している走査線１１を
電極端子６としても良く、あるいは開口部６１内の露出
している走査線１１を含んで耐熱金属薄膜よりなる電極
端子６を形成しても良い。同じく、画像表示部外で信号
線１２の一部を電極端子５としても良く、あるいは後続
の絵素電極形成工程で信号線１２を含んで透明導電性の
電極端子５’を形成しても良い。
【０１８４】続いて、第４、第５、第７及び第１３の実
施形態と同様にＳＰＴ等の真空製膜装置を用いて膜厚
０．１～０．２μm程度の透明導電層として例えばＩＴ
Ｏを被着し、ＩＴＯの還元処理を高める処理または製膜
時に還元性が強まるようにＰＣＶＤ装置を用いて透明絶
縁層となるＳｉＮｘ（シリコン窒化）層を、例えば０．
３μm程度の膜厚で順次被着して３６とした後、図２８
（ａ）に示したように微細加工技術によりドレイン配線
２１を含んでその上に透明絶縁層３６’を有する絵素電
極２２を層間絶縁層５０上に選択的に形成する。この
時、走査線１１上の開口部６１または電極端子６と信号
線１２を含んで夫々その上に透明絶縁層３６’を有する
電極端子６’と電極端子５’を形成すると有効な静電気
対策が得られることは既に述べた通りである。
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【０１８５】第１４の実施形態でも絶縁ゲート型トラン
ジスタの耐熱性が高いので、透明絶縁層となるＳｉＮｘ
（シリコン窒化）層３６の製膜に当たりガラス基板２の
加熱温度を３００℃以上にしても絶縁ゲート型トランジ
スタの電気的な特性の劣化が生じない。そのため還元力
を強めたプラズマ製膜が可能となり、水素ガスを大量に
添加する結果ＳｉＮｘ（シリコン窒化）層３６の製膜速
度が低下したり、あるいは（シリコン窒化）層３６の製
膜前に長時間の水素プラズマ処理を必要とする等、生産
性を低下させることが少ない。
【０１８６】そして絵素電極２２に覆われていないドレ
イン配線２１と信号線１２上に選択的に絶縁層を形成す
るため電着による有機絶縁層の形成を採用する。ポリア
ミック酸塩を０．０１％程度含む溶液を電着液として信
号線１２に＋（プラス）電位を与えて電着を行い、図２
８（ｂ）に示したように電着電圧は数Ｖ程度でソース・
ドレイン配線１２，２１上に０．３μｍ程度の厚みを有
するポリイミド層７２を形成し、然るべき加熱処理を施
してアクティブ基板２の製造工程を終える。
【０１８７】信号線１２の電着に当たって留意すべき事
項は、陽極酸化の場合と同様にまず光を照射しながら電
着を実施する必要があり、これによって絶縁ゲート型ト
ランジスタのチャネルの抵抗値が下がり、ドレイン配線
２１上にも信号線１２と同等の膜厚を有する有機絶縁層
を形成することが可能となるからである。次に、全ての
信号線１２は電気的に並列または直列に形成されている
必要があり、後に続く製造工程の何処かでこの直並列を
解除しないとアクティブ基板２の電気検査のみならず液
晶表示装置としての実動作に支障があることは言うまで
もないだろう。また絵素電極２２上には透明絶縁層３
６’が存在するので絵素電極２２上に有機絶縁層が形成
されることはなく、さらに走査線１１の電極端子６上は
同じくゲート絶縁層３０によって絶縁分離され電気的に
フローティング（中立）しているので有機絶縁層が形成
されることはない。同様にその上に透明絶縁層３６’を
有する電極端子６’と電極端子５’を選択してもそれら
の上に有機絶縁層が形成されることはない。加えて信号
線１２の先端部に形成した電極端子５上にも電着によっ
て有機絶縁層７２が形成されるので、電極端子５の表面
抵抗値が変化する恐れは皆無である。
【０１８８】このようにして得られたアクティブ基板２
とカラーフィルタ９とを対向させて液晶パネル化し、画
像表示部外の信号線１２と電極端子５上の有機絶縁層７
２を酸素プラズマ処理またはＵＶ－Ｏ３処理（紫外線照
射によるオゾン発生）あるいはオゾン水処理等によりカ
ラーフィルタ９をマスクとして選択的に除去する。そし
て電極端子６上と電極端子５上とに駆動用の半導体集積
回路チップ３をＣＯＧ実装、またはＴＣＰフィルム４を
実装して本発明の第１４の実施形態による微反射型の液
晶表示装置が得られる。
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【０１８９】また、電極端子の構成に透明導電層よりな
る電極端子５’と電極端子６’を選択して得られたアク
ティブ基板２とカラーフィルタ９とを対向させて液晶パ
ネル化し、画像表示部外の電極端子５’と電極端子６’
上の透明絶縁層３６’を弗素系プラズマ処理によりカラ
ーフィルタ９をマスクとして選択的に除去し、電極端子
５’と電極端子６’上に駆動用の半導体集積回路チップ
３をＣＯＧ実装、またはＴＣＰフィルム４を実装して本
発明の第１４の実施形態による微反射型の液晶表示装置
を得ることも可能である。
【０１９０】なお、第１～第３、第６及び第１０～１２
の実施形態においても、絵素電極２２の形成と同時に透
明導電層よりなる走査線の電極端子６’を形成する事も
可能であり、走査線１１と電極端子６’との接続はこれ
らの電極パターン上の絶縁層に開口部を形成してソース
・ドレイン配線１２，２１の形成時にソース・ドレイン配
線材で夫々の開口部を含んで接続しても良く、第１～第
３と第６の実施形態では電極端子６’の一部上に走査線
１１を重ねても良い。
【０１９１】こうすると、透明導電層よりなる接続線８
０で走査線の電極端子６’と信号線の電極端子５’との
間を接続できるので有効な静電気対策となる事は既に述
べた通りである。ただし、その場合ソース・ドレイン配
線１２，２１上に絶縁層を形成するにあたり信号線の電
極端子５’が受ける制約は走査線の電極端子６’にも当
てはまり、例えば絶縁層形成方法が陽極酸化の場合には
陽極酸化の影響を受けて若干表面抵抗値が変動する。絶
縁層形成方法が電着による有機絶縁層の場合には一旦走
査線の電極端子６’上にも有機絶縁層が形成されるが、
液晶パネル化後にカラーフィルタをマスクとして酸素プ
ラズマ等により容易に除去される。絶縁層形成方法が感
光性耐熱樹脂を用いた場合には電極端子５’上と電極端
子６’上の絶縁層が除去されて既に電極端子５’と電極
端子６’の大部分は露出しているので、第３と第１２の
実施形態のように液晶パネル化後に酸素プラズマ処理等
を行なう必要が無く、若干製造工程の削減がなされる特
徴が加わることを補足しておく。
【０１９２】
【発明の効果】以上述べたように本発明の液晶表示装置
によれば、透明導電性の絵素電極の表面が還元されてい
るので絵素電極上に形成された透明絶縁層はその断面形
状が凹凸状になったり、あるいは膜厚の変化は小さくと
も膜質の変化の大きな透明絶縁層が得られ、透明電極と
透明絶縁層とよりなる積層体に光散乱機能を付与するこ
とが可能である。この結果、反射型の液晶表示装置とし
て使用した場合に外部入射光、とりわけ斜め成分を多く
有する外部入射光は透明絶縁層で反射して観察者に届く
ことになるので、視差の無いすっきりした表示画像が得
られる格別の効果が得られる。
【０１９３】本発明による液晶表示装置は基本的には透*
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*過型であるが、携帯電話や携帯情報端末機器（ＰＤＡ）
のように屋外で使用する機会の多い表示装置としては反
射型として極めて有効なことが理解されよう。液晶表示
装置の製造に当たり製造工程の増加もほとんど無く、ま
た裏面光源の下に反射板も不要であるため、製造コスト
が上昇することも回避されている。
【０１９４】実施形態の説明からも明らかなように、本
発明の要件は透明導電性の絵素電極の表面を還元して絵
素電極上に形成された透明絶縁層に光散乱機能を付与し
た点にある。したがって透明導電層はＩＴＯに限らず、
錫に代えて亜鉛を酸化インジウムに添加したＩＺＯ（Ｉ
ｎｄｉｕｍ－Ｚｉｎｃ－Ｏｘｉｄｅ）でも同様な効果が
得られる。また、実施形態で取上げた以外の絶縁ゲート
型トランジスタの構造や材質による差異、走査線や信号
線等の材質を問わず本発明は有効であり、加えてカラー
表示のための着色層を対向する透明絶縁基板（カラーフ
ィルタ）上でなく、アクティブ基板上に形成したカラー
液晶表示装置においても本発明の有効性は損なわれるも
のではない。さらに低温ポリシリコンを用いて駆動回路
を内蔵した液晶表示装置においても同様である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態にかかる液晶表示装置
の単位画素の平面図
【図２】本発明の第１の実施形態にかかる表示装置用基
板の単位画素の断面図
【図３】本発明の第２の実施形態にかかる液晶表示装置
の単位画素の平面図
【図４】本発明の第２の実施形態にかかる表示装置用基
板の単位画素の断面図
【図５】本発明の第３の実施形態にかかる液晶表示装置
の単位画素の平面図
【図６】本発明の第３の実施形態にかかる表示装置用基
板の単位画素の断面図
【図７】本発明の第４の実施形態にかかる液晶表示装置
の単位画素の平面図
【図８】本発明の第４の実施形態にかかる表示装置用基
板の単位画素の断面図
【図９】本発明の第５の実施形態にかかる液晶表示装置
の単位画素の平面図
【図１０】本発明の第５の実施形態にかかる表示装置用
基板の単位画素の断面図
【図１１】本発明の第６の実施形態にかかる液晶表示装
置の単位画素の平面図
【図１２】本発明の第６の実施形態にかかる表示装置用
基板の単位画素の断面図
【図１３】本発明の第７の実施形態にかかる液晶表示装
置の単位画素の平面図
【図１４】本発明の第７の実施形態にかかる表示装置用
基板の単位画素の断面図
【図１５】本発明の第８の実施形態にかかる液晶表示装
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置の単位画素の平面図
【図１６】本発明の第８の実施形態にかかる表示装置用
基板の単位画素の断面図
【図１７】本発明の第９の実施形態にかかる液晶表示装
置の単位画素の平面図
【図１８】本発明の第９の実施形態にかかる表示装置用
基板の単位画素の断面図
【図１９】本発明の第１０の実施形態にかかる液晶表示
装置の単位画素の平面図
【図２０】本発明の第１０の実施形態にかかる表示装置
用基板の単位画素の断面図
【図２１】本発明の第１１の実施形態にかかる液晶表示
装置の単位画素の平面図
【図２２】本発明の第１１の実施形態にかかる表示装置
用基板の単位画素の断面図
【図２３】本発明の第１２の実施形態にかかる液晶表示
装置の単位画素の平面図
【図２４】本発明の第１２の実施形態にかかる表示装置
用基板の単位画素の断面図
【図２５】本発明の第１３の実施形態にかかる液晶表示
装置の単位画素の平面図
【図２６】本発明の第１３の実施形態にかかる表示装置
用基板の単位画素の断面図
【図２７】本発明の第１４の実施形態にかかる液晶表示
装置の単位画素の平面図
【図２８】本発明の第１４の実施形態にかかる表示装置
用基板の単位画素の断面図
【図２９】従来の液晶パネルへの実装状態を示す斜視図
【図３０】液晶パネルの等価回路図
【図３１】従来の液晶パネル（透過型）の断面図
【図３２】微反射パネルの断面図
【符号の説明】
１  液晶表示装置（液晶パネル）
２  アクティブ基板（絶縁基板、ガラス基板）
３  半導体集積回路チップ
４  ＴＣＰフィルム *
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*５  （信号線の）電極端子
６  （走査線の）電極端子
９  カラーフィルタ（対向するガラス基板）
１０  絶縁ゲート型トランジスタ
１１  走査線（ゲート配線、ゲート電極）
１２  信号線（ソース配線、ソース電極）
１６  蓄積容量線
１７  液晶
２１  ドレイン配線（電極）
２２  （透明導電性）絵素電極
２６  導光板
２９  反射板
３０  ゲート絶縁層
３１  不純物を含まない（第１の半導体層である）非晶
質シリコン層
３２  保護絶縁層
３３  不純物を含む（第２の半導体層である）非晶質シ
リコン層
３４  （陽極酸化可能な）耐熱金属層
３６  （絵素電極上の）透明絶縁層
３７  パシベーション絶縁層
５０  層間絶縁層
６１  （走査線上の）開口部
６２  （信号線上の）開口部
６３  （絵素電極上の）開口部
６４  （ドレイン配線上の）開口部
６６  （不純物を含む）酸化シリコン層
６７  （不純物を含まない）酸化シリコン層
６８  酸化タンタル層
６９  酸化アルミニウム層
７２  有機絶縁層
７３  耐熱性感光性樹脂（アクリル樹脂系またはポリイ
ミド樹脂系）
１００  島状の非単結晶半導体層
１０１，１０２  ソース・ドレイン

【図４】 【図６】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１５】
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【図１４】 【図１６】
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【図１９】



(33) 特開２００３－１４９６６１

【図１８】 【図２０】

【図２２】 【図２４】



(34) 特開２００３－１４９６６１

【図２１】 【図２３】

【図２５】 【図２７】
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【図２６】 【図２８】

【図２９】 【図３０】

【図３２】
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